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tungsharz ein, das das Isolierelement bedeckt. Das 51bGL.2)
leitfahige Bauteil schlie3t einen unebenen Teil ein, der von
dem Dichtungsharz bedeckt ist. Zum Beispiel schlief3t in der
Halbleitervorrichtung das leitfahige Bauteil ein erstes Die-
Pad ein, auf dem das Isolierelement montiert ist, und der 1 I

X X2

52(2)

Vil

unebene Teil schlie3t einen ersten Bereich ein, der auf
dem ersten Die-Pad bereitgestellt ist. v2
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Beschreibung
TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Offenbarung bezieht sich auf
eine Halbleitervorrichtung.

STAND DER TECHNIK

[0002] Herkémmlicherweise werden Wechselrich-
tervorrichtungen fur Elektrofahrzeuge (einschlief3lich
Hybridfahrzeugen) oder elektrische Haushaltsgerate
verwendet. Fir eine solche erfindungsgemalie Vor-
richtung wird eine Halbleitervorrichtung mit einem
Isolierelement verwendet. Eine solche Wechselrich-
tervorrichtung schlie3t neben einer Halbleitervorrich-
tung eine Anzahl (z. B. sechs) Leistungshalbleiter
wie IGBTs (Insulated Gate Bipolar Transistor) oder
MOSFETs (Metal Oxide Semiconductor Field Effect
Transistor) ein. Die Halbleitervorrichtung schlief3t ein
Steuerelement, ein Isolierelement und ein Ansteuer-
element ein. In der Wechselrichtervorrichtung wird
ein von einer ECU (Motorsteuereinheit) ausgegebe-
nes Steuersignal in das Steuerelement der Halblei-
tervorrichtung eingegeben. Das Steuerelement wan-
delt das Steuersignal in ein PWM-Steuersignal
(Pulsweitenmodulationssteuersignal) um und Uber-
tragt es durch das Isolierelement an das Ansteuer-
element. Basierend auf dem PWM-Steuersignal
steuert das Ansteuerelement die Leistungshalbleiter
derart, dass sie zu entsprechenden Zeitpunkten
einen Schaltvorgang durchfiihren. Jedes der sechs
Schaltelemente fihrt zu entsprechenden Zeitpunk-
ten Schaltvorgange durch, um aus dem Gleichstrom
einer fahrzeuginternen Batterie dreiphasigen Wech-
selstrom fir den Motorantrieb zu erzeugen. Ein Bei-
spiel fir eine Halbleitervorrichtung mit einem Isolier-
element ist in dem Patentdokument 1 beschrieben.

STAND DER TECHNIK
Patentdokument
[0003] Patentdokument 1: JP-A-2016-207714
KURZDARSTELLUNG DER ERFINDUNG
Durch die Erfindung zu lI6sendes Problem

[0004] In der im Patentdokument 1 offenbarten
Halbleitervorrichtung uUbertragt das Isolierelement
ein elektrisches Signal, das ein Steuersignal ein-
schlie3t, und stellt dabei einen isolierten Zustand
zwischen dem Steuerelement mit einem relativ nied-
rigen Potenzial und dem Ansteuerelement mit einem
relativ hohen Potenzial sicher. Das Isolierelement ist
auf einem Die-Pad montiert und ist von einem Dich-
tungsharz bedeckt. Wiederholte thermische Belas-
tungen aufgrund von Unterschieden in den Koeffi-
zienten der linearen Warmeausdehnung zwischen
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dem Dichtungsharz und dem Die-Pad kdnnen dazu
fuhren, dass sich das Dichtungsharz von dem Die-
Pad 16st. Wenn sich die Abldsung bis zu dem Isolier-
element erstreckt, kommt es in dem Isolierelement
zwischen dem Abschnitt mit niedrigem Potenzial
und dem Abschnitt mit hohem Potenzial zu einem
dielektrischen Durchschlag. AulRerdem kann die
Ablésung einen Riss in dem Dichtungsharz verursa-
chen. Wenn sich der Riss bis zu dem Die-Pad, auf
dem das Isolierelement montiert ist, und einem wei-
teren Die-Pad mit einem héheren Potenzial als dem
Die-Pad erstreckt, kommt es zwischen den beiden
Die-Pads zu einem dielektrischen Durchschlag.
Wenn es zu dem dielektrischen Durchschlag
kommt, funktioniert das Isolierelement nicht richtig
und dariber hinaus funktioniert auch die Halbleiter-
vorrichtung nicht richtig.

[0005] Eine Aufgabe der vorliegenden Offenlegung
kann darin bestehen, eine im Vergleich zu einer her-
kémmlichen Halbleitervorrichtung verbesserte Halb-
leitervorrichtung bereitzustellen. Angesichts der vor-
stehenden Umstande besteht eine Aufgabe der
vorliegenden Offenbarung darin, eine Halbleitervor-
richtung bereitzustellen, die in der Lage ist, ein Auf-
treten eines dielektrischen Durchschlags zu unter-
binden.

Mittel zum Losen des Problems

[0006] Eine gemal einem Aspekt der vorliegenden
Offenbarung bereitgestellte Halbleitervorrichtung
schlief3t ein Isolierelement, ein leitfahiges Bauteil,
auf dem das Isolierelement montiert ist, und ein Dich-
tungsharz ein, das das Isolierelement bedeckt, wobei
das leitfahige Bauteil einen unebenen Teil ein-
schlie3t, der von dem Dichtungsharz bedeckt ist.

Vorteile der Erfindung

[0007] Die oben beschriebene Konfiguration ermog-
licht es einer Halbleitervorrichtung, ein Auftreten
eines dielektrischen Durchschlags zu unterbinden.

[0008] Andere Merkmale und Vorteile der vorliegen-
den Offenbarung gehen deutlicher aus der nachste-
henden detaillierten Beschreibung unter Bezug-
nahme auf die beigefligten Zeichnungen hervor.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht, die eine
Halbleitervorrichtung geman einer ersten Aus-
fuhrungsform der vorliegenden Offenbarung
veranschaulicht.

Fig. 2 ist eine Draufsicht, die die Halbleitervor-
richtung von Fig. 1 veranschaulicht, wobei ein
Dichtungsharz transparent ist.
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Fig. 3 ist eine Vorderansicht, die die Halbleiter-
vorrichtung von Fig. 1 veranschaulicht.

Fig. 4 ist eine linke Seitenansicht, die die Halb-
leitervorrichtung von Fig. 1 veranschaulicht.

Fig. 5 ist eine Schnittansicht entlang einer Linie
V-V von Fig. 2.

Fig. 6 ist eine teilweise vergrolerte Ansicht von
Fig. 5.

Fig. 7 ist eine Schnittansicht entlang einer Linie
VII-VII von Fig. 2.

Fig. 8 ist eine teilweise vergroRerte Ansicht von
Fig. 7.

Fig. 9 ist eine perspektivische Ansicht eines ers-
ten Die-Pads.

Fig. 10 ist eine Draufsicht eines Schritts im
Zusammenhang mit einem Herstellungsverfah-
ren fur die Halbleitervorrichtung in Fig. 1.

Fig. 11 ist eine Draufsicht eines Schritts im
Zusammenhang mit einem Herstellungsverfah-
ren fir die Halbleitervorrichtung in Fig. 1.

Fig. 12 ist eine perspektivische Ansicht, die ein
erstes Die-Pad 3 gemal einer ersten Variante
der ersten Ausflihrungsform veranschaulicht.

Fig. 13 ist eine perspektivische Ansicht, die ein
erstes Die-Pad 3 gemaR einer zweiten Variante
der ersten Ausflihrungsform veranschaulicht.

Fig. 14 ist eine perspektivische Ansicht, die ein
erstes Die-Pad 3 gemal einer dritten Variante
der ersten Ausflihrungsform veranschaulicht.

Fig. 15 ist eine perspektivische Ansicht, die ein
erstes Die-Pad 3 gemaR einer vierten Variante
der ersten Ausflihrungsform veranschaulicht.

Fig. 16 ist eine Draufsicht, die eine Halbleiter-
vorrichtung gemaR einer zweiten Ausfihrungs-
form der vorliegenden Offenbarung veran-
schaulicht, wobei ein Dichtungsharz
transparent ist.

Fig. 17 ist eine Draufsicht, die eine Halbleiter-
vorrichtung gemafR einer dritten Ausflihrungs-
form der vorliegenden Offenbarung veran-
schaulicht, wobei ein Dichtungsharz
transparent ist.

Fig. 18 ist eine perspektivische Ansicht, die ein
erstes Die-Pad 3 in der Halbleitervorrichtung
von Fig. 17 veranschaulicht.

Fig. 19 ist eine perspektivische Ansicht, die ein
erstes Die-Pad 3 gemal einer ersten Variante
der dritten Ausflihrungsform veranschaulicht.

Fig. 20 ist eine Draufsicht, die eine Halbleiter-
vorrichtung gemaR einer vierten Ausfihrungs-
form der vorliegenden Offenbarung veran-
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schaulicht, wobei ein

transparent ist.

Dichtungsharz

Fig. 21 ist eine Draufsicht, die eine Halbleiter-
vorrichtung gemaR einer finften Ausflhrungs-
form der vorliegenden Offenbarung veran-
schaulicht, wobei ein Dichtungsharz
transparent ist.

Fig. 22 ist eine Draufsicht, die eine Halbleiter-
vorrichtung gemaR einer sechsten Ausfih-
rungsform der vorliegenden Offenbarung veran-
schaulicht, wobei ein Dichtungsharz transparent
ist.

MODUS ZUM AUSFUHREN DER ERFINDUNG

[0009] Nachfolgend wird die Art und Weise der Aus-
fuhrung der vorliegenden Offenbarung unter Bezug-
nahme auf die beigefiigten Zeichnungen beschrie-
ben.

Erste Ausfihrungsform:

[0010] Die Fig. 1 bis 9 zeigen ein Beispiel flir eine
Halbleitervorrichtung geman der vorliegenden Offen-
barung. Eine Halbleitervorrichtung A10 der vorlie-
genden Ausfihrungsform schlief3t ein erstes Halblei-
terelement 11, ein zweites Halbleiterelement 12, ein
Isolierelement 13, ein leitfahiges Bauteil 2, Vielzah-
len von Drahten 61 bis 64 und ein Dichtungsharz 7
ein. Das leitfahige Bauteil 2 schliel3t ein erstes Die-
Pad 3, ein zweites Die-Pad 4, eine Vielzahl von ers-
ten Terminals 51, eine Vielzahl von zweiten Termin-
als 52, Vielzahlen von Padteilen 53, 55, ein Paar Ver-
bindungsteile 54 und ein Paar Verbindungsteile 56
ein. Die Halbleitervorrichtung A10 ist zur Oberfla-
chenmontage beispielsweise auf einer Verdrah-
tungsplatte einer Wechselrichtervorrichtung in
einem Elektrofahrzeug (oder einem Hybridfahrzeug)
konfiguriert. Anwendung und Funktion der Halbleiter-
vorrichtung A10 unterliegen keinen Beschrankun-
gen. Der Gehausetyp der Halbleitervorrichtung A10
ist SOP (Small Outline Package). Der Gehausetyp
der Halbleitervorrichtung A10 ist nicht auf das SOP
beschrankt.

[0011] Fig. 1 ist eine Draufsicht, die die Halbleiter-
vorrichtung A10 veranschaulicht. Fig. 2 ist eine
Draufsicht, die die Halbleitervorrichtung A10 veran-
schaulicht. Zum besseren Verstandnis ist in Fig. 2
das Dichtungsharz 7 transparent und eine aullere
Form des Dichtungsharzes 7 ist durch eine imagi-
nare Linie (eine Zweipunkt-Strich-Linie) angedeutet.
Fig. 3 ist eine Vorderansicht, die die Halbleitervor-
richtung A10 veranschaulicht. Fig. 4 ist eine linke
Seitenansicht, die die Halbleitervorrichtung A10 ver-
anschaulicht. Fig. 5 ist eine Schnittansicht entlang
einer Linie V-V von Fig. 2. Fig. 6 ist eine teilweise
vergréRRerte Ansicht von Fig. 5. Fig. 7 ist eine Schnitt-
ansicht entlang einer Linie VII-VII von Fig. 2. Fig. 8
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ist eine teilweise vergrofRerte Ansicht von Fig. 7.
Fig. 9 ist eine perspektivische Ansicht, die das erste
Die-Pad 3 veranschaulicht.

[0012] Die Halbleitervorrichtung A10 weist in
Dickenrichtung (Draufsicht) betrachtet eine rechte-
ckige Form auf. Der einfacheren Erklarung halber
wird die Dickenrichtung der Halbleitervorrichtung
A10 als z-Richtung bezeichnet, eine Richtung (hori-
zontale Richtung in den Fig. 1 und 2) entlang einer
Seite der Halbleitervorrichtung A10 senkrecht zur z-
Richtung wird als x-Richtung bezeichnet und eine
Richtung (vertikale Richtung in den Fig. 1 und 2)
senkrecht zur z-Richtung und zur x-Richtung wird
als y-Richtung bezeichnet. Form und einzelne
Abmessungen der Halbleitervorrichtung A10 unter-
liegen keinen Beschrankungen.

[0013] Das erste Halbleiterelement 11, das zweite
Halbleiterelement 12 und das Isolierelement 13 sind
die Kernkomponenten fir die Funktionen der Halblei-
tervorrichtung A10.

[0014] Wie in Fig. 2 gezeigt, ist das erste Halbleiter-
element 11 auf einem Abschnitt des leitfahigen Bau-
teils 2 (einem spater zu beschreibenden ersten Die-
Pad 3) montiert und ist in y-Richtung in der Mitte der
Halbleitervorrichtung A10 und in x-Richtung naher an
der x1-Seite angeordnet. In z-Richtung betrachtet
weist das erste Halbleiterelement 11 eine rechte-
ckige Form mit der langen Seite in y-Richtung auf.
Das erste Halbleiterelement 11 ist ein Steuerele-
ment. Das erste Halbleiterelement 11 schlie3t eine
Schaltung zum Umwandeln eines Steuersignals,
das zum Beispiel von einer ECU oder dergleichen
in ein PWM-Steuersignal eingegeben wird, eine
Ubertragungsschaltung zum Ubertragen des PWM-
Steuersignals an das zweite Halbleiterelement 12
und eine Empfangsschaltung zum Empfangen
eines elektrischen Signals von dem zweiten Halblei-
terelement 12 ein.

[0015] Wie in Fig. 2 gezeigt, ist das zweite Halblei-
terelement 12 auf einem Abschnitt des leitfahigen
Bauteils 2 (einem spater zu beschreibenden zweiten
Die-Pad 4) montiert und ist in y-Richtung in der Mitte
der Halbleitervorrichtung A10 und in x-Richtung
naher an der x2-Seite angeordnet. In z-Richtung
betrachtet weist das zweite Halbleiterelement 12
eine rechteckige Form mit der langen Seite in y-Rich-
tung auf. Das zweite Halbleiterelement 12 ist ein
Ansteuerelement. Das zweite Halbleiterelement 12
schliet eine Empfangsschaltung zum Empfangen
eines vom ersten Halbleiterelement 11 Gbertragenen
PWM-Steuersignals, eine Schaltung (einen Gate-
Treiber) zum Ausgeben nach dem Erzeugen eines
Ansteuersignals fur das Schaltelement (z. B. IGBT
oder MOSFET) basierend auf dem empfangenen
PWM-Steuersignal und eine Ubertragungsschaltung
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zum Ubertragen eines elektrischen Signals an das
erste Halbleiterelement 11 ein.

[0016] Wie in Fig. 2 gezeigt, ist das Isolierelement
13 auf einem Abschnitt des leitfahigen Bauteils 2
(einem ersten Die-Pad 3) montiert und ist in y-Rich-
tung in der Mitte der Halbleitervorrichtung A10 ange-
ordnet. Das Isolierelement 13 befindet sich in x-Rich-
tung bezogen auf das erste Halbleiterelement 11 auf
der x2-Seite und in x-Richtung bezogen auf das
zweite Halbleiterelement 12 auf der x1-Seite. Mit
anderen Worten befindet sich das Isolierelement 13
in x-Richtung zwischen dem ersten Halbleiterele-
ment 11 und dem zweiten Halbleiterelement 12. In
z-Richtung betrachtet weist das Isolierelement 13
eine rechteckige Form mit der langen Seite in y-Rich-
tung auf. Das Isolierelement 13 ist ein Element, das
ein PWM-Steuersignal und andere elektrische Sig-
nale in einem isolierten Zustand Ubertragt. Das Iso-
lierelement 13 empfangt das PWM-Steuersignal von
dem ersten Halbleiterelement 11 Uber die Drahte 63
und Uubertragt das empfangene PWM-Signal in
einem isolierten Zustand Uber die Drahte 64 an das
zweite Halbleiterelement 12. Ferner empfangt das
Isolierelement 13 das elektrische Signal von dem
zweiten Halbleiterelement 12 (ber die Drahte 64
und Ubertragt das empfangene elektrische Signal in
isoliertem Zustand Uber die Drahte 63 an das erste
Halbleiterelement 11. Mit anderen Worten isoliert das
Isolierelement 13 das erste Halbleiterelement 11 und
das zweite Halbleiterelement 12 voneinander, wah-
rend es Signale zwischen dem ersten Halbleiterele-
ment 11 und dem zweiten Halbleiterelement 12 wei-
terleitet.

[0017] In der vorliegenden Ausfihrungsform ist das
Isolierelement 13 ein Isolierelement vom induktiven
Typ. Das Isolierelement vom induktiven Typ schlief3t
zwei induktiv gekoppelte Induktoren (Spulen) zum
Ubertragen von elektrischen Signalen in einem iso-
lierten Zustand ein. Das Isolierelement 13 weist ein
Substrat auf, das aus Si hergestellt ist, auf welchem
Induktoren aus Cu ausgebildet sind. Die Induktoren
schlieBen einen Ubertragungsseitigen Induktor und
einen empfangsseitigen Induktor ein, die in Dicken-
richtung des Isolierelements 13 (der z-Richtung)
gestapelt sind. Eine dielektrische Schicht, die aus
SiO, oder dergleichen hergestellt ist, ist zwischen
dem Ubertragungsseitigen Induktor und dem emp-
fangsseitigen Induktor eingefligt. Die dielektrische
Schicht stellt eine elektrische Isolierung zwischen
dem Ubertragungsseitigen Induktor und dem emp-
fangsseitigen Induktor bereit. Obwohl die vorlie-
gende Ausflihrungsform den Fall zeigt, in dem das
Isolierelement 13 ein Isolierelement vom induktiven
Typ ist, kann das Isolierelement 13 auch vom kapa-
zitiven Typ sein. Ein Beispiel fir ein Isolierelement
vom kapazitiven Typ ist ein Kondensator.
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[0018] Das erste Halbleiterelement 11 Ubertragt das
PWM-Steuersignal Uber das Isolierelement 13 an
das zweite Halbleiterelement 12. Das erste Halblei-
terelement 11 kann auch andere Signale als das
PWM-Steuersignal an das zweite Halbleiterelement
12 Ubertragen. Das zweite Halbleiterelement 12
Ubertragt die elektrischen Signale Uber das Isolier-
element 13 an das erste Halbleiterelement 11. Die
durch die elektrischen Signale angezeigten Informa-
tionen, die das zweite Halbleiterelement 12 an das
erste Halbleiterelement 11 Ubertrdgt, sind nicht
beschrankt.

[0019] Im Allgemeinen wird flr eine Motoransteuer-
schaltung in einer Wechselrichtervorrichtung eines
Hybridfahrzeugs oder dergleichen eine Halbbriicken-
schaltung verwendet, in der ein Low-Side-Schaltele-
ment und ein High-Side-Schaltelement in einer
Totempfahl-Form verbunden sind. Bei einem isolier-
ten Gate-Treiber ist ein Schalter, der zu einem
bestimmten Zeitpunkt eingeschaltet wird, nur eines
von entweder dem Low-Side-Schaltelement oder
dem High-Side-Schaltelement. In einem Hochspan-
nungsbereich wirkt eine Gate-Source-Spannung mit
Bezug auf die Masse, da eine Source des Low-Side-
Schaltelements und ein Referenzpotenzial des iso-
lieten Gate-Treibers, der das Schaltelement
ansteuert, mit der Masse verbunden sind. Anderer-
seits sind eine Source des High-Side-Schaltele-
ments und ein Referenzpotenzial des isolierten
Gate-Treibers, der das Schaltelement ansteuert, mit
einem Ausgangsknoten der Halbbriickenschaltung
verbunden. Da sich ein Potenzial des Ausgangskno-
tens der Halbbrickenschaltung abhangig davon
andert, ob das Low-Side-Schaltelement oder das
High-Side-Schaltelement eingeschaltet ist, andert
sich das Referenzpotenzial des isolierten Gate-Trei-
bers, der das High-Side-Schaltelement ansteuert.
Wenn das High-Side-Schaltelement eingeschaltet
wird, wird das Referenzpotenzial zu einer Spannung
(beispielsweise 600 V oder héher), die einer an einen
Drain des High-Side-Schaltelements angelegten
Spannung entspricht. Die jeweiligen Massen des
ersten Halbleiterelements 11 und des zweiten Halb-
leiterelements 12 sind voneinander getrennt, um
eine Isolierung zu gewahrleisten. Wenn die Halblei-
tervorrichtung A10 als isolierter Gate-Treiber ver-
wendet wird, der das High-Side-Schaltelement
ansteuert, wird eine Spannung von mindestens 600
V voriibergehend an das zweite Halbleiterelement 12
im Vergleich zu einer Masse des ersten Halbleitere-
lements 11 angelegt. Aufgrund einer erheblichen
Potenzialdifferenz zwischen dem ersten Halbleiter-
element 11 und dem zweiten Halbleiterelement 12
sind in der Halbleitervorrichtung A10 eine eingangs-
seitige Schaltung, die das zweite Halbleiterelement
12 einschlie3t, und eine ausgangsseitige Schaltung,
die das erste Halbleiterelement 11 einschlief3t, durch
das Isolierelement 13 isoliert. Das heif3t, das Isolier-
element 13 isoliert die eingangsseitige Schaltung mit
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einem relativ niedrigen Potenzial und die ausgangs-
seitige Schaltung mit einem relativ hohen Potenzial.

[0020] Wie in Fig. 2 gezeigt, sind auf der oberen
Oberflache (der der zI-Seite zugewandten Oberfla-
che) des ersten Halbleiterelements 11 eine Vielzahl
von Elektroden 11A bereitgestellt. Die Elektroden
11A leiten elektrisch zu der in dem ersten Halbleiter-
element 11 ausgebildeten Schaltung. In &hnlicher
Weise sind auf der oberen Oberflache (der der zI-
Seite zugewandten Oberflache) des zweiten Halblei-
terelements 12 eine Vielzahl von Elektroden 12A
bereitgestellt. Die Elektroden 12A leiten elektrisch
zu der in dem zweiten Halbleiterelement 12 ausge-
bildeten Schaltung. Ferner sind auf der oberen Ober-
flache (der der zl-Seite zugewandten Oberflache)
des Isolierelements 13 eine Vielzahl von ersten
Elektroden 13A und eine Vielzahl von zweiten Elekt-
roden 13B bereitgestellt. Jede der ersten Elektroden
13A und der zweiten Elektroden 13B ist elektrisch mit
entweder dem ubertragungsseitigen Induktor oder
dem empfangsseitigen Induktor verbunden. In dem
Isolierelement 13 sind die ersten Elektroden 13A in
x-Richtung und entlang der y-Richtung naher an der
x1-Seite angeordnet. Die zweiten Elektroden 13B
sind in x-Richtung und entlang der y-Richtung naher
an der Mitte angeordnet.

[0021] In der Halbleitervorrichtung A10 ist das leitfa-
hige Bauteil 2 eine Komponente, die einen Leitungs-
pfad durch eine Verdrahtungsplatte einer Wechsel-
richtervorrichtung, das erste Halbleiterelement 11
und das zweite Halbleiterelement 12 hindurch bildet.
Das leitfahige Bauteil 2 ist beispielsweise aus einer
Legierung, die Cu enthalt, hergestellt. Das leitfahige
Bauteil 2 ist aus einem spater zu beschreibenden
Anschlussrahmen 81 gebildet. Das leitfahige Bauteil
2 tragt das erste Halbleiterelement 11, das zweite
Halbleiterelement 12 und das Isolierelement 13.
Wie in Fig. 2 gezeigt, schliel3t das leitfahige Bauteil
2 ein erstes Die-Pad 3, ein zweites Die-Pad 4, eine
Vielzahl von ersten Terminals 51, eine Vielzahl von
zweiten Terminals 52, Vielzahlen von Padteilen 53,
55, ein Paar Verbindungsteile 54 und ein Paar Ver-
bindungsteile 56 ein.

[0022] Das erste Die-Pad 3 ist in der Mitte der Halb-
leitervorrichtung A10 in y-Richtung und naher an der
x1-Seite in x-Richtung angeordnet. Das zweite Die-
Pad 4 ist in Bezug auf das erste Die-Pad 3 auf der x2-
Seite in x-Richtung angeordnet und ist von dem ers-
ten Die-Pad 3 beabstandet.

[0023] Wie in den Fig. 2 und 5 gezeigt, tragt das
erste Die-Pad 3 das erste Halbleiterelement 11 und
das Isolierelement 13. Das erste Die-Pad 3 ist elekt-
risch mit dem ersten Halbleiterelement 11 verbunden
und ist ein Element der oben erwdhnten eingangs-
seitigen Schaltung. In z-Richtung betrachtet weist
das erste Die-Pad 3 beispielsweise eine rechteckige
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Form (oder im Wesentlichen eine rechteckige Form)
auf. Das erste Die-Pad 3 weist eine vorderseitige
Oberflache 31 und eine ruckseitige Oberflache 32
auf. Wie in den Fig. 5 und 7 gezeigt, sind die vorder-
seitige Oberflache 31 und die rickseitige Oberflache
32 in z-Richtung voneinander beabstandet. Die vor-
derseitige Oberflache 31 ist der zI-Seite zugewandt,
und die rickseitige Oberflache 32 ist der z2-Seite
zugewandt. Die vorderseitige Oberflache 31 tragt
das erste Halbleiterelement 11 und das Isolierele-
ment 13. Ferner weist das erste Die-Pad 3 Seiten-
oberflachen 33 bis 36 auf. Jede der Seitenoberfla-
chen 33 bis 36 ist mit der vorderseitigen Oberflache
31 und der rickseitigen Oberflache 32 verbunden
und ist in z-Richtung zwischen der vorderseitigen
Oberflache 31 und der riickseitigen Oberflache 32
eingefugt. Wie in den Fig. 2 und 7 gezeigt, sind die
Seitenoberflache 33 und die Seitenoberflache 35 in
y-Richtung voneinander beabstandet. Die Seiten-
oberflache 33 ist der y2-Seite zugewandt, und die
Seitenoberflache 35 ist der yl-Seite zugewandt. Wie
in den Fig. 2 und 5 gezeigt, sind die Seitenoberflache
34 und die Seitenoberflache 36 in x-Richtung vonei-
nander beabstandet und mit der Seitenoberflache 33
und der Seitenoberflache 35 verbunden. Die Seiten-
oberflache 34 ist der x2-Seite zugewandt, und die
Seitenoberflache 36 ist der x1-Seite zugewandt.

[0024] Jede von der vorderseitigen Oberflache 31,
der rickseitigen Oberflache 32 und den Seitenoberf-
lachen 33 bis 36 ist nicht auf eine flache Oberflache
beschrankt und kann eine gekrimmte Oberflache
einschlieRen. In der vorliegenden Ausflihrungsform
sind, da jede von der vorderseitigen Oberflache 31
und der riickseitigen Oberflache 32 vier Ecken auf-
weist, die nicht rechtwinklig, sondern gekrimmt
sind, beide Kanten der Seitenoberflachen 33 bis 36
in x-Richtung oder in y-Richtung gekrimmt.

[0025] Wie in Fig. 9 gezeigt, weist das erste Die-Pad
3 Eckteile 39a bis 39h auf. Der Eckteil 39a ist ein
Abschnitt, in dem die vorderseitige Oberflache 31,
die Seitenoberflache 33 und die Seitenoberflache
34 miteinander verbunden sind. Der Eckteil 39b ist
ein Abschnitt, in dem die vorderseitige Oberflache
31, die Seitenoberflache 34 und die Seitenoberflache
35 miteinander verbunden sind. Der Eckteil 39c ist
ein Abschnitt, in dem die rlckseitige Oberflache 32,
die Seitenoberflache 33 und die Seitenoberflache 34
miteinander verbunden sind. Der Eckteil 39d ist ein
Abschnitt, in dem die riickseitige Oberflache 32, die
Seitenoberflache 34 und die Seitenoberflache 35
miteinander verbunden sind. Der Eckteil 39e ist ein
Abschnitt, in dem die vorderseitige Oberflache 31,
die Seitenoberflache 33 und die Seitenoberflache
36 miteinander verbunden sind. Der Eckteil 39f ist
ein Abschnitt, in dem die vorderseitige Oberflache
31, die Seitenoberflache 35 und die Seitenoberflache
36 miteinander verbunden sind. Der Eckteil 39g ist
ein Abschnitt, in dem die rlickseitige Oberflache 32,

6/40

die Seitenoberflache 33 und die Seitenoberflache 36
miteinander verbunden sind. Der Eckteil 39h ist ein
Abschnitt, in dem die riickseitige Oberflache 32, die
Seitenoberflache 35 und die Seitenoberflache 36
miteinander verbunden sind.

[0026] Auf dem ersten Die-Pad 3 ist ein unebener
Teil 21 bereitgestellt. Der unebene Teil 21 ist ein
Abschnitt, in dem eine feine UnregelmaRigkeit aus-
gebildet ist, wobei die Oberflachenrauheit grof3er ist
als bei dem Abschnitt des leitfahigen Bauteils 2 ohne
den unebenen Teil 21. Der unebene Teil 21 ist von
dem Dichtungsharz 7 bedeckt. In der vorliegenden
Ausfihrungsform sind feine Vertiefungen in dem
unebenen Teil 21 unregelmaRig ausgebildet. In den
Fig. 2 und 9 ist der Bereich, in dem der unebene Teil
21 bereitgestellt ist, gepunktet. In der vorliegenden
Ausfuhrungsform ist, wie in den Fig. 2, 6, 8 und 9
gezeigt, der unebene Teil 21 auf der gesamten Ober-
flache jeder von der vorderseitigen Oberflache 31,
der rickseitigen Oberflache 32 und den Seitenoberf-
lachen 33 bis 36 des ersten Die-Pads 3 bereitgestellt.
In der vorliegenden Ausfuhrungsform ist der
unebene Teil 21 durch einen Atzprozess gebildet,
wie in dem nachstehenden Herstellungsverfahren
beschrieben. Das Verfahren zum Bilden des unebe-
nen Teils 21 unterliegt keinen Beschrankungen. Bei-
spielsweise kann der unebene Teil 21 durch ein
Kugelstrahlverfahren oder dergleichen gebildet wer-
den. Der unebene Teil 21 muss nicht auf der gesam-
ten Oberflache jeder Oberflache bereitgestellt sein
(kann auch nur auf einem Teil bereitgestellt sein)
und muss nicht auf allen (kann auch nur auf einer)
von der vorderseitigen Oberflache 31, der riickseiti-
gen Oberflache 32 und den Seitenoberflachen 33 bis
36 bereitgestellt sein.

[0027] Wie in den Fig. 6 und 8 gezeigt, sind das
erste Halbleiterelement 11 und das Isolierelement
13 durch ein leitfahiges Bondingmaterial 19 an die
vorderseitige Oberflache 31 des ersten Die-Pads 3
gebondet. In der vorliegenden Ausflihrungsform
schlie3t das leitfahige Bondingmaterial 19 ein Lotmit-
tel ein. Das leitfahige Bondingmaterial 19 ist nicht
beschrankt und kann eine Metallpaste, ein Sinterme-
tall oder dergleichen sein.

[0028] Wie in den Fig. 2 und 5 gezeigt, tragt das
zweite Die-Pad 4 das zweite Halbleiterelement 12.
Das zweite Die-Pad 4 ist elektrisch mit dem zweiten
Halbleiterelement 12 verbunden und ist ein Element
der oben erwahnten ausgangsseitigen Schaltung. In
z-Richtung betrachtet weist das zweite Die-Pad 4
beispielsweise eine rechteckige Form (oder im
Wesentlichen eine rechteckige Form) auf. Das
zweite Die-Pad 4 weist eine vorderseitige Oberflache
41 und eine riickseitige Oberflache 42 auf. Wie in
Fig. 5 gezeigt, sind die vorderseitige Oberflache 41
und die rlickseitige Oberflache 42 in z-Richtung von-
einander beabstandet. Die vorderseitige Oberflache
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41 ist der zl-Seite zugewandt, und die rickseitige
Oberflache 42 ist der z2-Seite zugewandt. Die vor-
derseitige Oberflache 41 tragt das zweite Halbleiter-
element 12. Ferner weist das zweite Die-Pad 4 Sei-
tenoberflachen 43 bis 46 auf. Jede der
Seitenoberflachen 43 bis 46 ist mit der vorderseitigen
Oberflache 41 und der rickseitigen Oberflache 42
verbunden und ist in z-Richtung zwischen der vorder-
seitigen Oberflache 41 und der rickseitigen Oberfla-
che 42 eingefugt. Wie in Fig. 2 gezeigt, sind die Sei-
tenoberflache 43 und die Seitenoberflache 45 in y-
Richtung voneinander beabstandet. Die Seitenober-
flache 43 ist der y2-Seite zugewandt, und die Seiten-
oberflache 45 ist der yl-Seite zugewandt. Wie in den
Fig. 2 und 5 gezeigt, sind die Seitenoberflache 44
und die Seitenoberflache 46 in x-Richtung voneinan-
der beabstandet und mit der Seitenoberflache 43 und
der Seitenoberflache 45 verbunden. Die Seitenober-
flache 44 ist der x1-Seite zugewandt, und die Seiten-
oberflache 46 ist der x2-Seite zugewandt.

[0029] Jede von der vorderseitigen Oberflache 41,
der rickseitigen Oberflache 42 und den Seitenoberf-
lachen 43 bis 46 ist nicht auf eine flache Oberflache
beschrankt und kann eine gekriimmte Oberflache
einschlieRen. In der vorliegenden Ausfliihrungsform
sind, da jede von der vorderseitigen Oberflache 41
und der riickseitigen Oberflache 42 vier Ecken auf-
weist, die nicht rechtwinklig, sondern gekrimmt
sind, beide Kanten der Seitenoberflachen 43 bis 46
in x-Richtung oder in y-Richtung gekrimmt. Das
zweite Halbleiterelement 12 ist durch das leitfahige
Bondingmaterial 19 an die vorderseitige Oberflache
41 des zweiten Die-Pads 4 gebondet.

[0030] Die ersten Terminals 51 sind Komponenten,
die an eine Verdrahtungsplatte einer Wechselrichter-
vorrichtung gebondet sind, um einen Leitungspfad
durch die Halbleitervorrichtung A10 und die Verdrah-
tungsplatte hindurch zu bilden. Jeder von den ersten
Terminals 51 ist in geeigneter Weise mit dem ersten
Halbleiterelement 11 elektrisch verbunden und ist ein
Element der oben erwahnten eingangsseitigen
Schaltung. Wie in den Fig. 1, 2 und 4 gezeigt, sind
die ersten Terminals 51 so voneinander beabstandet,
dass sie entlang der y-Richtung in regelmaBigen
Abstanden angeordnet sind. Die ersten Terminals
51 befinden sich in Bezug auf das erste Die-Pad 3
auf der x1-Seite in x-Richtung und stehen aus dem
Dichtungsharz 7 (einer spater zu beschreibenden
seitlichen Harzoberflache 73) zur x1-Seite in x-Rich-
tung hervor. Die ersten Terminals 51 schlieRen einen
Leistungsversorgungs-Terminal, an den eine Span-
nung angelegt wird, einen Masse-Terminal, einen
EingangsTerminal, in den ein Steuersignal eingege-
ben wird, einen EingangsTerminal, in den andere
elektrische Signale eingegeben werden, und einen
Ausgangs-Terminal zum Ausgeben anderer elektri-
scher Signale ein. In der vorliegenden Ausfiihrungs-
form schlief3t die Halbleitervorrichtung A10 10 erste
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Terminals 51 ein. Die Anzahl der ersten Terminals 51
ist nicht beschrankt. Das von jedem ersten Terminal
51 eingegebene/ausgegebene Signal ist nicht
beschrankt.

[0031] Jeder erste Terminal 51 weist eine langge-
streckte rechteckige Form auf, die sich entlang der
x-Richtung erstreckt, und schlief3t einen Abschnitt
ein, der von dem Dichtungsharz 7 freiliegend ist,
und einen Abschnitt, der mit dem Dichtungsharz 7
bedeckt ist. Wie in den Fig. 3 und 5 gezeigt, ist der
von dem Dichtungsharz 7 freiliegende Abschnitt des
ersten Terminals 51 in Knickfligelform gebogen. Der
von dem Dichtungsharz 7 freiliegende Abschnitt des
ersten Terminals 51 kann einer Plattierungsbehand-
lung unterzogen werden. Eine durch die Plattier-
ungsbehandlung gebildete Plattierungsschicht ist
beispielsweise aus einer Sn-haltigen Legierung, wie
Lotmittel, hergestellt und bedeckt den von dem Dich-
tungsharz 7 freiliegenden Abschnitt. Wenn die Halb-
leitervorrichtung A10 durch Létbonden auf eine Ver-
drahtungsplatte  der  Wechselrichtervorrichtung
oberflachenmontiert ist, verhindert die Plattierungs-
schicht eine Erosion des freiliegenden Abschnitts
durch das Loétbonden und verbessert gleichzeitig
die Haftung des Lotmittels an dem freiliegenden
Abschnitt. Die ersten Terminals 51 schliel3en einen
ersten Terminal 51a und einen ersten Terminal 51b
ein. Der erste Terminal 51a ist von den ersten Ter-
minals 51 an der obersten y1-Seite in y-Richtung
angeordnet. Der erste Terminal 51b ist von den ers-
ten Terminals 51 an der untersten y2-Seite in y-Rich-
tung angeordnet.

[0032] Die Padteile 53 sind mit den ersten Terminals
51, ausgenommen die ersten Terminals 51a, 51b
jeweils auf der x2-Seite in x-Richtung, verbunden.
Die Form jedes Padteils 53 in z-Richtung betrachtet
ist nicht beschrankt. Eine obere Oberflache (eine
Oberflache, die der zl-Seite zugewandt ist) jedes
Padteils 53 ist flach (oder im Wesentlichen flach)
und an sie ist ein spater zu beschreibender Draht
61 gebondet. Die obere Oberflache jedes Padteils
53 kann einer Plattierungsbehandlung unterzogen
werden. Eine durch die Plattierungsbehandlung
gebildete Plattierungsschicht ist beispielsweise aus
einem Metall, das Ag enthalt, hergestellt und bedeckt
die obere Oberflache des Padteils 53. Die Plattier-
ungsschicht schiitzt den (spater zu beschreibenden)
Anschlussrahmen 81 vor einer Einwirkung wahrend
eines Drahtbondens des (spater zu beschreibenden)
Drahtes 61 und erhoht gleichzeitig die Bondingfestig-
keit der Vielzahl von Drahten 61. Das Padteil 53 ist
Uber die gesamte Oberflache hinweg mit dem Dich-
tungsharz 7 bedeckt.

[0033] Das Paar Verbindungsteile 54 ist mit dem
ersten Die-Pad 3 sowie dem ersten Terminal 51a
oder dem ersten Terminal 51b verbunden. Das mit
dem ersten Terminal 51a verbundene Verbindungs-
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teil 54 erstreckt sich in y-Richtung, und sein Ende auf
der y2-Seite in y-Richtung ist mit einem Ende des
ersten Die-Pads 3 auf der yl-Seite in y-Richtung
nahe der Mitte in x-Richtung verbunden. Das mit
dem ersten Terminal 51b verbundene Verbindungs-
teil 54 erstreckt sich in y-Richtung, und sein Ende auf
der yl-Seite in y-Richtung ist mit einem Ende des ers-
ten Die-Pads 3 auf der y2-Seite in y-Richtung nahe
der Mitte in x-Richtung verbunden. Auf diese Weise
werden der erste Terminal 51a und der erste Termi-
nal 51b Uber das Paar Verbindungsteile 54 mit dem
ersten Die-Pad 3 verbunden und halten das erste
Die-Pad 3. Eine obere Oberflache (eine der zl-Seite
zugewandte Oberflache) jedes Verbindungsteils 54
ist flach (oder im Wesentlichen flach) und der Draht
61 ist daran gebondet. Die obere Oberflache jedes
Verbindungsteils 54 kann wie die obere Oberflache
des Padteils 53 von einer Plattierungsschicht (z. B.
einem Ag-haltigen Metall) bedeckt sein. Die Verbin-
dungsteile 54 sind Uber die gesamte Oberflache hin-
weg von dem Dichtungsharz 7 bedeckt.

[0034] Wie die ersten Terminals 51 sind die zweiten
Terminals 52 Komponenten, die an eine Verdrah-
tungsplatte einer Wechselrichtervorrichtung gebon-
det sind, um einen Leitungspfad durch die Halbleiter-
vorrichtung A10 und die Verdrahtungsplatte hindurch
zu bilden. Jeder von den zweiten Terminals 52 ist in
geeigneter Weise elektrisch mit dem zweiten Halblei-
terelement 12 verbunden und ist ein Element der
oben erwahnten ausgangsseitigen Schaltung. Wie
in den Fig. 1 und 2 gezeigt, sind die zweiten Termin-
als 52 so voneinander beabstandet, dass sie entlang
der y-Richtung in regelmafRigen Abstanden angeord-
net sind. Die zweiten Terminals 52 befinden sich in
Bezug auf das zweite Die-Pad 4 auf der x2-Seite in
x-Richtung und stehen aus dem Dichtungsharz 7
(einer spater zu beschreibenden seitlichen Harz-
oberflache 74) zur x2-Seite in x-Richtung hervor.
Die zweiten Terminals 52 schlief3en einen Leistungs-
versorgungs-Terminal, an den eine Spannung ange-
legt wird, einen Masse-Terminal, einen Ausgangs-
Terminal zum Ausgeben eines Ansteuersignals,
einen EingangsT-Terminal, in den andere elektrische
Signale eingegeben werden, und einen Ausgangs-
Terminal zum Ausgeben anderer elektrischer Signale
ein. In der vorliegenden Ausfuhrungsform schlief3t
die Halbleitervorrichtung A10 10 zweite Terminals
52 ein. Die Anzahl der zweiten Terminals 52 ist
nicht beschrankt. Das von jedem zweiten Terminal
52 eingegebene/ausgegebene Signal ist nicht
beschrankt.

[0035] Jeder zweite Terminal 52 weist eine langge-
streckte rechteckige Form auf, die sich entlang der x-
Richtung erstreckt, und schlief3t einen Abschnitt ein,
der von dem Dichtungsharz 7 freiliegend ist, und
einen Abschnitt, der mit dem Dichtungsharz 7
bedeckt ist. Wie in den Fig. 3 und 5 gezeigt, ist der
von dem Dichtungsharz 7 freiliegende Abschnitt des
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zweiten Terminals 52 in Knickfligelform gebogen.
Der von dem Dichtungsharz 7 freiliegende Abschnitt
des zweiten Terminals 52 kann wie der erste Termi-
nal 51 mit einer Plattierungsschicht (z. B. einer Sn-
haltigen Legierung wie Lotmittel) ausgebildet sein.
Die zweiten Terminals 52 schlieBen einen zweiten
Terminal 52a und einen zweiten Terminal 52b ein.
Der zweite Terminal 52a ist in y-Richtung von der
y1-Seite her der zweite unter den zweiten Terminals
52. Der zweite Terminal 52b ist in y-Richtung von der
y2-Seite her der zweite unter den zweiten Terminals
52.

[0036] Die Padteile 55 sind mit den zweiten Termin-
als 52, ausgenommen die zweiten Terminals 52a,
52b auf der x1-Seite in x-Richtung, verbunden. Die
Form jedes Padteils 55 in z-Richtung betrachtet ist
nicht beschrankt. Eine obere Oberflache (eine Ober-
flache, die der zI-Seite zugewandt ist) jedes Padteils
55 ist flach (oder im Wesentlichen flach) und an sie
ist der spater zu beschreibende Draht 62 gebondet.
Die obere Oberflache des Padteils 55 kann wie die
obere Oberflache des Padteils 53 von einer Plattier-
ungsschicht (z. B. einem Ag-haltigen Metall) bedeckt
sein. Das Padteil 55 ist Gber die gesamte Oberflache
hinweg von dem Dichtungsharz 7 bedeckt.

[0037] Das Paar Verbindungsteile 56 ist mit dem
zweiten Die-Pad 4 sowie dem zweiten Terminal 52a
oder dem zweiten Terminal 52b verbunden. Das mit
dem zweiten Terminal 52a verbundene Verbindungs-
teil 56 weist ein Ende auf der y2-Seite in y-Richtung
auf, das mit einem Ende des zweiten Die-Pads 4 auf
der yl-Seite in y-Richtung nahe der Mitte in x-Rich-
tung verbunden ist. Das mit dem zweiten Terminal
52b verbundene Verbindungsteil 56 weist ein Ende
auf der yl-Seite in y-Richtung auf, das mit einem
Ende des zweiten Die-Pads 4 auf der y2-Seite in y-
Richtung nahe der Mitte in x-Richtung verbunden ist.
Auf diese Weise werden der zweite Terminal 52a und
der zweite Terminal 52b iber das Paar Verbindungs-
teile 56 mit dem zweiten Die-Pad 4 verbunden und
halten das zweite Die-Pad 4. Eine obere Oberflache
(eine der zI-Seite zugewandte Oberflache) jedes Ver-
bindungsteils 56 ist flach (oder im Wesentlichen
flach) und der Draht 62 ist daran gebondet. Die
obere Oberflache jedes Verbindungsteils 56 kann
wie die obere Oberflache des Padteils 53 von einer
Plattierungsschicht (z. B. einem Ag-haltigen Metall)
bedeckt sein. Die Verbindungsteile 56 sind tber die
gesamte Oberflache hinweg von dem Dichtungsharz
7 bedeckt.

[0038] Die Form des leitfahigen Bauteils 2 ist nicht
auf die vorstehende beschrankt. Beispielsweise
kann das erste Die-Pad 3 von einem beliebigen der
ersten Terminals 51 gehalten werden. Mit anderen
Worten ist das Paar Verbindungsteile 54 mit dem ers-
ten Die-Pad 3 und einem beliebigen der ersten Ter-
minals 51 verbunden. AuRerdem kann das zweite
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Die-Pad 4 von einem beliebigen der zweiten Termin-
als 52 gehalten werden. Mit anderen Worten ist das
Paar Verbindungsteile 56 mit dem zweiten Die-Pad 4
und einem beliebigen der zweiten Terminals 52 ver-
bunden.

[0039] Wie in Fig. 2 gezeigt, bilden die Vielzahlen
von Drahten 61 bis 64 zusammen mit dem leitfahigen
Bauteil 2 Leitungspfade, sodass das erste Halbleiter-
element 11, das zweite Halbleiterelement 12 und das
Isolierelement 13 vorbestimmte Funktionen ausfih-
ren. Das Material jedes der Vielzahlen von Drahten
61 bis 64 ist Metall, einschlie3lich zum Beispiel Au,
Cu oder Al.

[0040] Wie in den Fig. 2 und 5 gezeigt, bilden die
Vielzahl von Drahten 61 Leitungspfade durch das
erste Halbleiterelement 11 und die ersten Terminals
51 hindurch. Das erste Halbleiterelement 11 ist durch
die Vielzahl von Drahten 61 elektrisch mit mindes-
tens einem der ersten Terminals 51 verbunden. Die
Vielzahl von Drahten 61 sind ein Element der oben
erwahnten eingangsseitigen Schaltung. Wie in Fig. 2
gezeigt, weist jeder Draht 61 ein Ende auf, das elekt-
risch an eine beliebige Elektrode 11A des ersten
Halbleiterelements 11 gebondet ist, und ein anderes
Ende, das elektrisch an ein beliebiges der Padteile
53 und des Paares Verbindungsteile 54 gebondet
ist. Die Anzahl der an jedes Padteil 53 und jedes Ver-
bindungsteil 54 gebondeten Drahte 61 ist nicht
begrenzt.

[0041] Wie in den Fig. 2 und 5 gezeigt, bilden die
Vielzahl von Drahten 62 Leitungspfade durch das
zweite Halbleiterelement 12 und die zweiten Termin-
als 52 hindurch. Das zweite Halbleiterelement 12 ist
durch die Vielzahl von Drahten 62 elektrisch mit min-
destens einem der zweiten Terminals 52 verbunden.
Die Vielzahl von Drahten 62 sind ein Element der
oben erwahnten ausgangsseitigen Schaltung. Wie
in Fig. 2 gezeigt, weist jeder Draht 62 ein Ende auf,
das elektrisch an eine beliebige Elektrode 12A des
zweiten Halbleiterelements 12 gebondet ist, und ein
anderes Ende, das elektrisch an ein beliebiges der
Padteile 55 und des Paares Verbindungsteile 56
gebondet ist. Die Anzahl der an jedes Padteil 55
und jedes Verbindungsteil 54 gebondeten Drahte 62
ist nicht begrenzt.

[0042] Wie in den Fig. 2 und 5 gezeigt, bilden die
Vielzahl von Drahten 63 Leitungspfade durch das
erste Halbleiterelement 11 und das Isolierelement
13 hindurch. Das erste Halbleiterelement 11 und
das Isolierelement 13 sind durch die Vielzahl von
Drahten 63 elektrisch miteinander verbunden. Die
Vielzahl von Drahten 63 sind ein Element der oben
erwahnten eingangsseitigen Schaltung. Wie in Fig. 2
gezeigt, ist jeder Draht 63 elektrisch an eine belie-
bige Elektrode 11A des ersten Halbleiterelements
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11 und eine beliebige erste Elektrode 13A des Isolie-
relements 13 gebondet.

[0043] Wie in den Fig. 2 und 5 gezeigt, bilden die
Vielzahl von Drahten 64 Leitungspfade durch das
zweite Halbleiterelement 12 und das Isolierelement
13 hindurch. Das zweite Halbleiterelement 12 und
das Isolierelement 13 sind durch die Vielzahl von
Drahten 64 elektrisch miteinander verbunden. Die
Vielzahl von Drahten 64 sind ein Element der oben
erwahnten ausgangsseitigen Schaltung. Wie in
Fig. 2 gezeigt, ist jeder Draht 64 elektrisch an eine
beliebige Elektrode 12A des zweiten Halbleiterele-
ments 12 und eine beliebige zweite Elektrode 13B
des Isolierelements 13 gebondet.

[0044] Wiein Fig. 1 gezeigt, bedeckt das Dichtungs-
harz 7 das erste Halbleiterelement 11, das zweite
Halbleiterelement 12, das Isolierelement 13, das
erste Die-Pad 3, das zweite Die-Pad 4, das Paar Ver-
bindungsteile 54, das Paar Verbindungsteile 56, die
Vielzahlen von Padteilen 53, 55, die Vielzahlen von
Drahten 61 bis 64 und jeweils einen Abschnitt der
ersten Terminals 51 und der zweiten Terminals 52.
Das Dichtungsharz 7 weist elektrische Isolierung
auf. Das Dichtungsharz 7 ist aus einem Material her-
gestellt, das beispielsweise ein schwarzes Epoxid-
harz enthalt. In z-Richtung betrachtet weist das Dich-
tungsharz 7 eine rechteckige Form auf.

[0045] Wie in Fig. 3 und 4 gezeigt, weist das Dich-
tungsharz 7 eine obere Harzoberflache 71, eine
untere Harzoberflache 72 und seitliche Harzoberfla-
chen 73 bis 76 auf.

[0046] Die obere Harzoberflaiche 71 und die untere
Harzoberflache 72 sind in z-Richtung voneinander
beabstandet. Die obere Harzoberflache 71 und die
untere Harzoberflache 72 sind in z-Richtung vonei-
nander abgewandt. Die obere Harzoberflache 71
befindet sich auf der zI-Seite in z-Richtung und ist
der zI-Seite zugewandt wie die vorderseitige Oberfla-
che 31 des ersten Die-Pads 3. Die untere Harzober-
flache 72 befindet sich auf der z2-Seite in z-Richtung
und ist der z2-Seite zugewandt wie die riickseitige
Oberflache 32 des ersten Die-Pads 3. Jede von der
oberen Harzoberflache 71 und der unteren Harz-
oberflache 72 ist flach (oder im Wesentlichen flach).

[0047] Jede von den seitlichen Harzoberflachen 73
bis 76 ist mit der oberen Harzoberflache 71 und der
unteren Harzoberflache 72 verbunden und ist in z-
Richtung zwischen der oberen Harzoberflache 71
und der unteren Harzoberfliche 72 eingefligt. Die
seitliche Harzoberflache 73 und die seitliche Harz-
oberflache 74 sind in x-Richtung voneinander beab-
standet. Die seitliche Harzoberflache 73 und die seit-
liche Harzoberfliche 74 sind in x-Richtung
voneinander abgewandt. Die seitliche Harzoberfla-
che 73 befindet sich in x-Richtung auf der x1-Seite
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und die seitliche Harzoberflache 74 befindet sich in x-
Richtung auf der x2-Seite. Die seitliche Harzoberfla-
che 75 und die seitliche Harzoberflache 76 sind in y-
Richtung voneinander beabstandet und sind mit der
seitlichen Harzoberflache 73 und der seitlichen Harz-
oberflache 74 verbunden. Die seitliche Harzoberfla-
che 75 und die seitliche Harzoberflache 76 sind in y-
Richtung voneinander abgewandt. Die seitliche
Harzoberflache 75 befindet sich in y-Richtung auf
der yl-Seite und die seitliche Harzoberflache 76
befindet sich in y-Richtung auf der y2-Seite. Wie in
Fig. 1 gezeigt, steht ein Abschnitt jedes der ersten
Terminals 51 aus der seitlichen Harzoberflache 73
hervor. Ferner steht ein Abschnitt jedes der zweiten
Terminals 52 aus der seitlichen Harzoberflache 74
hervor.

[0048] Wie in den Fig. 3 und 4 gezeigt, schlief3t die
seitliche Harzoberflache 73 einen ersten Harzbe-
reich 731, einen zweiten Harzbereich 732 und einen
dritten Harzbereich 733 ein. Der erste Harzbereich
731 weist ein Ende in z-Richtung auf, das mit der
oberen Harzoberflache 71 verbunden ist, und weist
ein anderes Ende in z-Richtung auf, das mit dem drit-
ten Harzbereich 733 verbunden ist. Der erste Harz-
bereich 731 ist in Bezug auf die obere Harzoberfla-
che 71 und die y-z-Ebene geneigt. Der zweite
Harzbereich 732 weist ein Ende in z-Richtung auf,
das mit der unteren Harzoberflache 72 verbunden
ist, und weist ein anderes Ende in z-Richtung auf,
das mit dem dritten Harzbereich 733 verbunden ist.
Der zweite Harzbereich 732 ist in Bezug auf die
untere Harzoberflache 72 und die y-z-Ebene geneigt.
Der dritte Harzbereich 733 weist ein Ende in z-Rich-
tung auf, das mit dem ersten Harzbereich 731 ver-
bunden ist, und weist ein anderes Ende in z-Richtung
auf, das mit dem zweiten Harzbereich 732 verbun-
den ist. Der dritte Harzbereich 733 verlauft entlang
der y-z-Ebene. In z-Richtung betrachtet befindet
sich der dritte Harzbereich 733 aulRerhalb der oberen
Harzoberflache 71 und der unteren Harzoberflache
72. Ein Abschnitt jedes der ersten Terminals 51 ist
von dem dritten Harzbereich 733 freiliegend.

[0049] Wie in Fig. 3 gezeigt, schlie3t die seitliche
Harzoberflache 74 einen vierten Harzbereich 741,
einen flinften Harzbereich 742 und einen sechsten
Harzbereich 743 ein. Der vierte Harzbereich 741
weist ein Ende in z-Richtung auf, das mit der oberen
Harzoberflache 71 verbunden ist, und weist ein
anderes Ende in z-Richtung auf, das mit dem sechs-
ten Harzbereich 743 verbunden ist. Der vierte Harz-
bereich 741 ist in Bezug auf die obere Harzoberfla-
che 71 und die y-z-Ebene geneigt. Der flinfte
Harzbereich 742 weist ein Ende in z-Richtung auf,
das mit der unteren Harzoberflache 72 verbunden
ist, und weist ein anderes Ende in z-Richtung auf,
das mit dem sechsten Harzbereich 743 verbunden
ist. Der flinfte Harzbereich 742 ist in Bezug auf die
untere Harzoberflache 72 und die y-z-Ebene geneigt.

Der sechste Harzbereich 743 weist ein Ende in z-
Richtung auf, das mit dem vierten Harzbereich 741
verbunden ist, und weist ein anderes Ende in z-Rich-
tung auf, das mit dem flnften Harzbereich 742 ver-
bunden ist. Der sechste Harzbereich 743 verlauft
entlang der y-z-Ebene. In z-Richtung betrachtet
befindet sich der sechste Harzbereich 743 aulerhalb
der oberen Harzoberflache 71 und der unteren Harz-
oberflache 72. Ein Abschnitt jedes der zweiten Ter-
minals 52 ist von dem sechsten Harzbereich 743 frei-
liegend.

[0050] Wie in Fig. 4 gezeigt, schlie3t die seitliche
Harzoberflache 75 einen siebten Harzbereich 751,
einen achten Harzbereich 752 und einen neunten
Harzbereich 753 ein. Der siebte Harzbereich 751
weist ein Ende in z-Richtung auf, das mit der oberen
Harzoberflache 71 verbunden ist, und weist ein
anderes Ende in z-Richtung auf, das mit dem neun-
ten Harzbereich 753 verbunden ist. Der siebte Harz-
bereich 751 ist in Bezug auf die obere Harzoberfla-
che 71 und die x-z-Ebene geneigt. Der achte
Harzbereich 752 weist ein Ende in z-Richtung auf,
das mit der unteren Harzoberflache 72 verbunden
ist, und weist ein anderes Ende in z-Richtung auf,
das mit dem neunten Harzbereich 753 verbunden
ist. Der achte Harzbereich 752 ist in Bezug auf die
untere Harzoberflache 72 und die x-z-Ebene geneigt.
Der neunte Harzbereich 753 weist ein Ende in z-
Richtung auf, das mit dem siebten Harzbereich 751
verbunden ist, und weist ein anderes Ende in z-Rich-
tung auf, das mit dem achten Harzbereich 752 ver-
bunden ist. Der neunte Harzbereich 753 verlauft ent-
lang der x-z-Ebene. In z-Richtung betrachtet befindet
sich der neunte Harzbereich 753 aul3erhalb der obe-
ren Harzoberflache 71 und der unteren Harzoberfla-
che 72.

[0051] Wie in den Fig. 3 und 4 gezeigt, schlief3t die
seitliche Harzoberflache 76 einen zehnten Harzbe-
reich 761, einen elften Harzbereich 762 und einen
zwolften Harzbereich 763 ein. Der zehnte Harzbe-
reich 761 weist ein Ende in z-Richtung auf, das mit
der oberen Harzoberflache 71 verbunden ist, und
weist ein anderes Ende in z-Richtung auf, das mit
dem zwolften Harzbereich 763 verbunden ist. Der
zehnte Harzbereich 761 ist in Bezug auf die obere
Harzoberflache 71 und die x-z-Ebene geneigt. Der
elfte Harzbereich 762 weist ein Ende in z-Richtung
auf, das mit der unteren Harzoberflache 72 verbun-
den ist, und weist ein anderes Ende in z-Richtung
auf, das mit dem zwolften Harzbereich 763 verbun-
den ist. Der elfte Harzbereich 762 ist in Bezug auf die
untere Harzoberflache 72 und die x-z-Ebene geneigt.
Der zwolfte Harzbereich 763 weist ein Ende in z-
Richtung auf, das mit dem zehnten Harzbereich 761
verbunden ist, und weist ein anderes Ende in z-Rich-
tung auf, das mit dem elften Harzbereich 762 verbun-
den ist. Der zwolfte Harzbereich 763 verlauft entlang
der x-z-Ebene. In z-Richtung betrachtet befindet sich
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der zwolfte Harzbereich 763 auf3erhalb der oberen
Harzoberflache 71 und der unteren Harzoberflache
72.

[0052] Als Nachstes wird nachstehend ein Verfah-
ren zum Herstellen der Halbleitervorrichtung A10
unter Bezugnahme auf die Fig. 10 bis 11 beschrie-
ben. Die Fig. 10 bis 11 sind Draufsichten von Schrit-
ten, die sich auf ein Herstellungsverfahren fur die
Halbleitervorrichtung A10 beziehen.

[0053] Zuerst wird, wie in Fig. 10 gezeigt, ein
Anschlussrahmen 81 vorbereitet. Der Anschlussrah-
men 81 ist ein plattenférmiges Material. In der vorlie-
genden Ausfiihrungsform ist ein Basismaterial des
Anschlussrahmens 81 aus Cu hergestellt. Der
Anschlussrahmen 81 kann gebildet werden, indem
eine Metallplatte einem Atzprozess oder dergleichen
unterzogen wird, oder kann gebildet werden, indem
eine Metallplatte einem Stanzprozess unterzogen
wird. In der vorliegenden Ausfiihrungsform wird der
Anschlussrahmen 81 einem Atzprozess unterzogen.
Der Anschlussrahmen 81 weist eine vorderseitige
Oberflache 81A und eine rickseitige Oberflache
81B auf, die in z-Richtung voneinander beabstandet
sind. Ferner schlief3t der Anschlussrahmen 81 einen
auleren Rahmen 811, ein erstes Die-Pad 812A, ein
zweites Die-Pad 812B, erste Anschlisse 813, zweite
Anschlisse 814, Verbindungsteile 815 und einen
Dammsteg 816 ein. Von diesen bilden der aufiere
Rahmen 811 und der Dammsteg 816 nicht die Halb-
leitervorrichtung A10. Das erste Die-Pad 812A ist ein
Abschnitt, der spater zum ersten Die-Pad 3 wird. Das
zweite Die-Pad 812B ist ein Abschnitt, der spater
zum zweiten Die-Pad 4 wird. Die ersten Anschliisse
813 sind Abschnitte, die spater zu den ersten Termin-
als 51 und den Padteilen 53 werden. Die zweiten
Anschlisse 814 sind Abschnitte, die spater zu den
zweiten Terminals 52 und den Padteilen 55 werden.
Die dritten Verbindungsteile 815 sind Abschnitte, die
spater zu dem Paar Verbindungsteile 54 und dem
Paar Verbindungsteile 56 werden.

[0054] Als Nachstes wird, wie in Fig. 10 gezeigt, ein
unebener Teil 21 auf einem vorbestimmten Abschnitt
des Anschlussrahmens 81 gebildet. In der vorliegen-
den Ausfiihrungsform wird der unebene Teil 21 auf
dem gesamten ersten Die-Pad 812A gebildet. Das
heil3t, der unebene Teil 21 wird auf jedem von dem
Abschnitt des ersten Die-Pads 812A (dem gepunkte-
ten Abschnitt in Fig. 10) der vorderseitigen Oberfla-
che 81A, dem Abschnitt des ersten Die-Pads 812A
der riickseitigen Oberflache 81B und der Seitenober-
flache (der Oberflache, die mit der vorderseitigen
Oberflache 81A und der riickseitigen Oberflache
81B verbunden ist) des ersten Die-Pads 812A gebil-
det. Beim Schritt des Bildens des unebenen Teils 21
wird zuerst der Abschnitt des Anschlussrahmens 81,
in dem der unebene Teil 21 nicht gebildet wird, mas-
kiert. Anschlief3end wird der Anschlussrahmen 81 mit

der Maske in eine Atzlésung getaucht. Dadurch wird
der Anschlussrahmen 81 ohne Maske durch die Atz-
I6sung erodiert, sodass der unebene Teil 21 mit der
feinen, unregelmaBigen Konkavitat/Konvexitat ent-
steht. Der unebene Teil 21 kann durch Trockenatzen
gebildet werden.

[0055] Als Nachstes werden, wie in Fig. 11 gezeigt,
das erste Halbleiterelement 11 und das Isolierele-
ment 13 durch ein Die-Bonding an das erste Die-
Pad 812A gebondet, und das zweite Halbleiterele-
ment 12 wird durch ein Die-Bonding an das zweite
Die-Pad 812B gebondet. Dann wird jeder von den
Vielzahlen von Drahten 61 bis 64 durch ein Draht-
bonding gebildet.

[0056] Als Nachstes wird das Dichtungsharz 7 gebil-
det. Das Dichtungsharz 7 wird mittels Spritzpressen
geformt. Im aktuellen Schritt wird der Anschlussrah-
men 81 in einer Form mit Hohlrdumen untergebracht.
In diesem Fall wird der Abschnitt des Anschlussrah-
mens 81, der das von dem Dichtungsharz 7 bedeckte
leitfahige Bauteil 2 in dem Halbleiterbauteil A10 wird,
in einem der Hohlrdume untergebracht. Anschlie-
Rend wird verflissigtes Harz aus dem Topf Uber
Gielkandle in jeden der Hohlrdume gegossen.
Nachdem das in den Hohlraumen verflissigte Dich-
tungsharz 7 erstarrt ist, werden aulerhalb jedes
Hohlraums befindliche Harzgrate mit Hochdruckwas-
ser oder dergleichen entfernt. Damit ist die Bildung
des Dichtungsharzes 7 abgeschlossen.

[0057] Danach werden die ersten Anschllsse 813
und die zweiten Anschluisse 814, die durch den
aulleren Rahmen 811 und den Dammsteg 816 mit-
einander verbunden waren, durch Zerteilen in ein-
zelne Sticke in den geeigneten Abstand voneinan-
der gebracht. Durch das oben gezeigte Verfahren
wird die Halbleitervorrichtung A10 hergestellt.

[0058] Als Nachstes werden Wirkungen und Vorteile
der Halbleitervorrichtung A10 beschrieben.

[0059] In der vorliegenden Ausfuhrungsform ist der
unebene Teil 21 auf dem ersten Die-Pad 3 bereitge-
stellt. Der unebene Teil 21 ist mit einer Vielzahl von
feinen Vertiefungen versehen und ist von dem Dich-
tungsharz 7 bedeckt. Das Dichtungsharz 7 dringt in
die feinen Vertiefungen ein, verfestigt sich, wodurch
er aufgrund des Ankereffekts eine verbesserte Haf-
tung an dem ersten Die-Pad 3 aufweist. Daher wird
das Ablésen des Dichtungsharzes 7 von dem ersten
Die-Pad 3 verhindert. Dadurch kann die Halbleiter-
vorrichtung A10 einen durch die Ablésung des Dich-
tungsharzes 7 verursachten dielektrischen Durch-
schlag unterbinden.

[0060] Ferner ist in der vorliegenden Ausfluhrungs-
form der unebene Teil 21 Uber die gesamte Oberfla-
che der vorderseitigen Oberflache 31 des ersten Die-

11/40



DE 11 2022 006 100 TS 2024.10.17

Pads 3 hinweg angeordnet. Die vorderseitige Ober-
flache 31 ist mit héherer Wahrscheinlichkeit als die
anderen Oberflachen von Warmespannungen und
von einem Auftreten der Ablésung betroffen, da das
erste Halbleiterelement 11 auf ihr montiert ist. Der
unebene Teil 21 ist auf der vorderseitigen Oberflache
31 angeordnet, wodurch die Ablésung des Dich-
tungsharzes 7 auf der vorderseitigen Oberflache 31
unterbunden wird. Ferner kann selbst dann, wenn
eine Ablésung des Dichtungsharzes 7 von dem ers-
ten Die-Pad 3 auftritt, unterbunden werden, dass sich
die Abldsung bis zu dem Isolierelement 13 ausdehnt.
In der vorliegenden Ausfihrungsform ist der
unebene Teil 21 Uber die gesamte Oberflache jeder
von den Seitenoberflachen 33 bis 36 hinweg ange-
ordnet, die mit der vorderseitigen Oberflache 31 ver-
bunden ist. Daher ist es mdglich, die Ablésung des
Dichtungsharzes 7 an der Grenze zwischen der vor-
derseitigen Oberflache 31 und jeder von den Seiten-
oberflachen 33 bis 36 zu unterbinden, die wahr-
scheinlich ein Ausgangspunkt fir die Ablésung ist.
Ferner ist in der vorliegenden Ausfiihrungsform der
unebene Teil 21 auch an den Eckteilen 39a bis 39h
bereitgestellt. Daher ist es mdglich, die Abldsung des
Dichtungsharzes 7 an den Eckteilen 39a bis 39h zu
unterbinden, die wahrscheinlich ein Ausgangspunkt
far die Ablésung sind.

[0061] Ferner wird in der vorliegenden Ausflihrungs-
form der unebene Teil 21 durch Atzen gebildet. Dies
ist vorteilhaft beim Bilden des unebenen Teils 21 auf
einer breiten Flache. Ferner kann der unebene Tell
21 mit der feinen, unregelmafRigen Konkavitat/Kon-
vexitat gebildet werden.

[0062] Die Fig. 12 bis 15 zeigen eine Variante der
Halbleitervorrichtung A10 gemaf der ersten Ausfiih-
rungsform. In diesen Figuren sind die Elemente, die
mit denen der oben beschriebenen Ausfihrungsform
identisch oder dieser ahnlich sind, mit denselben
Bezugszeichen bezeichnet, und deren Beschreibun-
gen sind weggelassen worden.

Erste Variante:

[0063] Fig. 12 ist eine Veranschaulichung zur
Beschreibung einer Halbleitervorrichtung A11
gemall einer ersten Variante der ersten Aus-
fihrungsform. Fig. 12 ist eine perspektivische
Ansicht eines ersten Die-Pads 3 der Halbleitervor-
richtung A11, die Fig. 9 entspricht. Gemal der ersten
Variante sind in dem unebenen Teil 21 feine Vertie-
fungen so ausgebildet, dass sie regelmalig ausge-
richtet sind. In der vorliegenden Variante ist der
unebene Teil 21 durch ein Laserverfahren ausgebil-
det. In der vorliegenden Variante ist der unebene Teil
21 an der vorderseitigen Oberflache 31 und der riick-
seitigen Oberflache 32 mit Vertiefungen ausgebildet,
die sich in x-Richtung erstrecken und in y-Richtung
regelmaRig ausgerichtet sind. Dies wird durch die

Einstrahlen eines Laserstrahls und Scannen in x-
Richtung sowie durch Wiederholen des Scannens
in x-Richtung bei gleichzeitigem Verschieben der
Laserbestrahlungsposition in y-Richtung erreicht.
Ferner ist an den Seitenoberflachen 33 bis 36 der
unebene Teil 21 mit Vertiefungen ausgebildet, die
sich in z-Richtung erstrecken und in x-Richtung
oder y-Richtung regelmaRig ausgerichtet sind. Dies
wird durch die Einstrahlen eines Laserstrahls und
Scannen in z-Richtung sowie durch Wiederholen
des Scannens in z-Richtung bei gleichzeitigem Ver-
schieben der Laserbestrahlungsposition in x-Rich-
tung oder y-Richtung erreicht. Die Laserscanrichtung
auf jeder Oberflache unterliegt keinen Beschrankun-
gen. Ferner kann der unebene Teil 21 an jeder Ober-
flache mit Gberlappenden Vertiefungen ausgebildet
sein, die sich in mehrere Richtungen erstrecken. Bei-
spielsweise kann der unebene Teil 21 an der vorder-
seitigen Oberflache 31 so ausgebildet sein, dass sich
in x-Richtung verlaufende und in y-Richtung ausge-
richtete Vertiefungen mit in y-Richtung verlaufenden
und in x-Richtung ausgerichteten Vertiefungen Uber-
lappen. Das Verfahren zum Bilden des unebenen
Teils 21 unterliegt keinen Beschrankungen und
schlief3t auch ein Stanzverfahren ein. Beispielsweise
kann der unebene Teil 21 dadurch gebildet werden,
dass der Anschlussrahmen 81 durch Stanzen einer
Metallplatte gebildet wird und in einem nachfolgen-
den Prozess ein Quetschprozess unter Verwendung
einer Matrize mit einer unebenen Innenoberflache
durchgefuhrt wird. Wie aus der ersten Variante her-
vorgeht, ist das Verfahren zum Bilden des unebenen
Teils 21 nicht spezifisch definiert.

Zweite Variante:

[0064] Fig. 13 ist eine Veranschaulichung zur
Beschreibung einer Halbleitervorrichtung A12
gemal einer zweiten Variante der ersten Aus-
fuhrungsform. Fig. 13 ist eine perspektivische
Ansicht eines ersten Die-Pads 3 der Halbleitervor-
richtung A12, die Fig. 9 entspricht. An der vordersei-
tigen Oberflache 31 weist das erste Die-Pad 3
gemal der zweiten Variante einen Bereich 22 auf,
in dem der unebene Teil 21 nicht bereitgestellt ist.
Mit anderen Worten ist der unebene Teil 21 nicht
auf der gesamten Oberflache bereitgestellt, sondern
nur auf einem Abschnitt der vorderseitigen Oberfla-
che 31. In Fig. 13 sind die Bereiche 22 der vorder-
seitigen Oberflache 31 als imaginare Linien (Zwei-
punkt-Strich-Linien) gezeigt. Die Bereiche 22 sind
die Flachen, in denen das erste Halbleiterelement
11 und das Isolierelement 13 montiert sind. Die
Bereiche 22 mussen nicht mit dem unebenen Teil
21 ausgebildet sein, da dieser nicht in Kontakt mit
dem Dichtungsharz 7 ist, wenn das erste Halbleiter-
element 11 und das Isolierelement 13 montiert sind.
In dem Fall, in dem der unebene Teil 21 durch einen
Laser oder dergleichen gebildet wird, kann die Fla-
che zum Bilden des unebenen Teils 21 verkleinert
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werden, sodass die Zeit zum Bilden des unebenen
Teils 21 verkurzt werden kann. Wie aus der zweiten
Variante hervorgeht, muss der unebene Teil 21 nicht
auf der gesamten Oberflache ausgebildet sein, son-
dern nur auf einem Abschnitt jeder Oberflache.

Dritte Variante:

[0065] Fig. 14 ist eine Veranschaulichung zur
Beschreibung einer Halbleitervorrichtung A13
gemal einer dritten Variante der ersten Aus-
fuhrungsform. Fig. 14 ist eine perspektivische
Ansicht eines ersten Die-Pads 3 der Halbleitervor-
richtung A13, die Fig. 9 entspricht. Das erste Die-
Pad 3 gemal der dritten Variante schlielt den
unebenen Teil 21 nur auf der vorderseitigen Oberfla-
che 31 ein. Mit anderen Worten ist der unebene Teil
21 nicht auf der rickseitigen Oberflache 32 und den
Seitenoberflachen 33 bis 36 bereitgestellt. Da der
unebene Teil 21 auf der vorderseitigen Oberflache
31 des ersten Die-Pads 3 bereitgestellt ist, kann die
vorliegende Variante die Ablosung des Dichtungs-
harzes 7 an der vorderseitigen Oberflache 31 unter-
binden. Ferner kann selbst dann, wenn eine Abl6-
sung auftritt, unterbunden werden, dass sich die
Abldsung bis zu dem Isolierelement 13 ausdehnt.

Vierte Variante:

[0066] Fig. 15 ist eine Veranschaulichung zur
Beschreibung einer Halbleitervorrichtung A14
gemal einer vierten Variante der ersten Aus-
fihrungsform. Fig. 15 ist eine perspektivische
Ansicht eines ersten Die-Pads 3 der Halbleitervor-
richtung A14, die Fig. 9 entspricht. Das erste Die-
Pad 3 gemaR der vierten Variante schlieRt den
unebenen Teil 21 nur auf der vorderseitigen Oberfla-
che 31 und der Seitenoberflache 34 ein. Mit anderen
Worten ist der unebene Teil 21 nicht auf der riickseiti-
gen Oberflache 32 und den Seitenoberflachen 33,
35, 36 bereitgestellt. Die vorliegende Variante kann
auch unterbinden, dass sich das Dichtungsharz 7
an der Grenze zwischen der vorderseitigen Oberfla-
che 31 und der Seitenoberflache 34 ablost. Da die
relevante Grenze im Vergleich zu anderen Grenzen
naher an dem Isolierelement 13 liegt, kann durch
Unterbinden der Ablésung die Ausdehnung der Abl6-
sung bis zu dem lIsolierelement 13 wirksam unter-
bunden werden. Ferner kann, da die relevante
Grenze naher als andere Grenzen an dem zweiten
Die-Pad 4 liegt, das Auftreten eines dielektrischen
Durchschlags aufgrund eines Risses, der auftritt,
wenn sich die Ablésung bis zu dem zweiten Die-
Pad 4 ausdehnt, wirksam unterbunden werden.

[0067] Wie aus der dritten Variante und der vierten
Variante hervorgeht, muss der unebene Teil 21 nicht
auf der gesamten vorderseitigen Oberflache 31, der
rickseitigen Oberflache 32 und den Seitenoberfla-
chen 33 bis 36 bereitgestellt sein, sondern kann

auch nur auf einem Teil der Oberflachen bereitge-
stellt sein. Die Oberflache, auf der der unebene Teil
21 bereitgestellt ist, unterliegt keinen Beschrankun-
gen. Es ist zu beachten, dass es vorzuziehen ist,
den unebenen Teil 21 mindestens auf der vordersei-
tigen Oberflache 31 zu bilden.

[0068] Fig. 16 bis 22 zeigen andere Ausflihrungsfor-
men der vorliegenden Offenbarung. In diesen Figu-
ren sind die Elemente, die mit denen der oben
beschriebenen Ausfiihrungsform identisch oder die-
ser ahnlich sind, mit denselben Bezugszeichen
bezeichnet.

Zweite Ausfihrungsform:

[0069] Fig. 16 ist eine Veranschaulichung zur
Beschreibung einer Halbleitervorrichtung A20
gemal einer zweiten Ausfihrungsform der vorlie-
genden Offenbarung. Fig. 16 ist eine Draufsicht, die
die Halbleitervorrichtung A20 veranschaulicht, die
Fig. 2 entspricht. Zum besseren Verstandnis ist in
Fig. 16 das Dichtungsharz 7 transparent und eine
aulere Form des Dichtungsharzes 7 ist durch eine
imaginare Linie (eine Zweipunkt-Strich-Linie) ange-
deutet. Die Halbleitervorrichtung A20 der vorliegen-
den Ausfiihrungsform unterscheidet sich von der ers-
ten Ausfihrungsform darin, dass der unebene Teil 21
zusatzlich auf dem zweiten Die-Pad 4 ausgebildet ist.
Konfiguration und Betrieb anderer Abschnitte der
vorliegenden Ausflihrungsform sind die gleichen
wie diejenigen der ersten Ausflihrungsform. Darlber
hinaus koénnen verschiedene Teile der oben
beschriebenen ersten Ausfiihrungsform und jeder
der Varianten beliebig kombiniert werden.

[0070] In der vorliegenden Ausfiihrungsform ist der
unebene Teil 21 zusatzlich auf der gesamten Ober-
flache jeder von der vorderseitigen Oberflache 41,
der riickseitigen Oberflache 42 und den Seitenoberf-
lachen 43 bis 46 des zweiten Die-Pads 4 bereitge-
stellt. Der unebene Teil 21 muss nicht auf der gesam-
ten Oberflache (kann auch nur auf einem Teil) jeder
Oberflache des zweiten Die-Pads 4 bereitgestellt
sein und muss nicht auf allen (kann auch nur auf
einem Teil) von der vorderseitigen Oberflache 41,
der riickseitigen Oberflache 42 und den Seitenoberf-
lachen 43 bis 46 bereitgestellt sein. Der fir das
zweite Die-Pad 4 verwendete unebene Teil 21
schlief3t die gleichen Varianten des ersten Die-Pads
3 ein, die in jeder Variante der ersten Ausfiihrungs-
form gezeigt wurden und angewendet werden
kdnnen.

[0071] In der vorliegenden Ausfiihrungsform kann,
da der unebene Teil 21 auf dem ersten Die-Pad 3
bereitgestellt ist, eine verbesserte Haftung des Dich-
tungsharzes 7 an dem ersten Die-Pad 3 die Abl6-
sung des Dichtungsharzes 7 unterbinden. Dadurch
kann die Halbleitervorrichtung A20 einen durch die
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Ablésung des Dichtungsharzes 7 verursachten
dielektrischen Durchschlag unterbinden. Dartber
hinaus bietet die Halbleitervorrichtung A20 aufgrund
gemeinsamer Konfigurationen mit der Halbleitervor-
richtung A10 die gleichen Vorteile wie die Halbleiter-
vorrichtung A10. Ferner kann in der vorliegenden
Ausfihrungsform, da der unebene Teil 21 zusatzlich
auf dem zweiten Die-Pad 4 bereitgestellt ist, die
Ablésung des Dichtungsharzes 7 auf dem zweiten
Die-Pad 4 ebenfalls unterbunden werden. Dadurch
kann das Auftreten eines dielektrischen Durch-
schlags durch einen Riss, der auftritt, wenn sich die
Ablésung bis zu dem ersten Die-Pad 3 ausdehnt,
unterbunden werden.

[0072] Der unebene Teil 21 kann nicht nur auf dem
ersten Die-Pad 3 und dem zweiten Die-Pad 4, son-
dern auch auf dem gesamten leitfahigen Bauteil 2
ausgebildet sein. In diesem Fall muss der Anschluss-
rahmen 81, wenn der unebene Teil 21 durch Atzen
oder dergleichen gebildet wird, nicht maskiert wer-
den, was die Herstellungsschritte vereinfacht.

Dritte Ausflihrungsform:

[0073] Die Fig. 17 bis 18 sind Veranschaulichungen
zur Beschreibung einer Halbleitervorrichtung A30
gemal einer dritten Ausfiihrungsform der vorliegen-
den Offenbarung. Fig. 17 ist eine Draufsicht, die die
Halbleitervorrichtung A30 zeigt, die Fig. 2 entspricht.
Zum besseren Verstandnis ist in Fig. 17 das Dich-
tungsharz 7 transparent und eine aufiere Form des
Dichtungsharzes 7 ist durch eine imagindre Linie
(eine Zweipunkt-Strich-Linie) angedeutet. Fig. 18 ist
eine perspektivische Ansicht eines ersten Die-Pads
3 der Halbleitervorrichtung A30, die Fig. 9 entspricht.
Die Halbleitervorrichtung A30 der vorliegenden Aus-
fuhrungsform unterscheidet sich von der ersten Aus-
fihrungsform darin, dass der unebene Teil 21 nur an
jedem Eckteil des ersten Die-Pads 3 ausgebildet ist.
Konfiguration und Betrieb anderer Abschnitte der
vorliegenden Ausflhrungsform sind die gleichen
wie diejenigen der ersten Ausfiihrungsform. Darliber
hinaus koénnen verschiedene Teile der oben
beschriebenen ersten bis zweiten Ausfihrungsform
und jeder der Varianten beliebig kombiniert werden.

[0074] In der vorliegenden Ausfiihrungsform ist der
unebene Teil 21 nur an jedem der Eckteile 39a bis
39h des ersten Die-Pads 3 bereitgestellt. In den
Fig. 17 und 18 ist jeder unebene Teil 21 von einer
imaginaren Linie (Doppelstrichpunktlinie) umgeben
und ist gepunktet. Wie in Fig. 18 gezeigt, sind die
unebenen Teile 21 an den vier Ecken jeder von der
vorderseitigen Oberflache 31, der riickseitigen Ober-
flache 32 und den Seitenoberflachen 33 bis 36 so
bereitgestellt, dass sie voneinander beabstandet
sind. Die an jedem der Eckteile 39a bis 39h bereitge-
stellten unebenen Teile 21 sind voneinander beab-
standet.

[0075] In der vorliegenden Ausfiihrungsform kann,
da der unebene Teil 21 auf dem ersten Die-Pad 3
bereitgestellt ist, eine verbesserte Haftung des Dich-
tungsharzes 7 an dem ersten Die-Pad 3 die Ablo-
sung des Dichtungsharzes 7 unterbinden. Dadurch
kann die Halbleitervorrichtung A30 einen durch die
Ablésung des Dichtungsharzes 7 verursachten
dielektrischen Durchschlag unterbinden. Dariber
hinaus bietet die Halbleitervorrichtung A30 aufgrund
gemeinsamer Konfigurationen mit der Halbleitervor-
richtung A10 die gleichen Vorteile wie die Halbleiter-
vorrichtung A10. Ferner kann die vorliegende Aus-
fuhrungsform die Ablésung des Dichtungsharzes 7
an den Eckteilen 39a bis 39h unterbinden, die wahr-
scheinlich ein Ausgangspunkt fur die Ablésung sind,
und kann die Flache, auf der der unebene Teil 21
bereitgestellt ist, weitestmdglich reduzieren.

[0076] Die vorliegende Ausfihrungsform wurde als
der Fall beschrieben, in dem die unebenen Teile 21
an allen Eckteilen 39a bis 39h bereitgestellt sind, ist
jedoch nicht hierauf beschrankt. Der unebene Teil 21
kann nur an einem der Eckteile 39a bis 39h bereitge-
stellt sein. Beispielsweise kénnen die unebenen Teile
21 auch nur an den Eckteilen 39a, 39b, 39e, 39f auf
der Seite der vorderseitigen Oberflache 31 bereitge-
stellt sein oder kénnen nur an den Eckteilen 39a,
39b, 39c, 39d auf der Seite der Seitenoberflache 34
bereitgestellt sein. In diesen Fallen kann die Flache,
auf der der unebene Teil 21 bereitgestellt ist, weiter
reduziert werden, wahrend gleichzeitig die Abldsung
des Abschnitts, in dem die Abl6sung wahrscheinlich
auftritt oder in dem das Auftreten der Ablésung zu
weiteren Problemen flhrt, unterbunden wird.

Erste Variante:

[0077] Fig. 19 ist eine Veranschaulichung zur
Beschreibung einer Halbleitervorrichtung A31
gemal einer ersten Variante der dritten Aus-
fuhrungsform. Fig. 19 ist eine perspektivische
Ansicht eines ersten Die-Pads 3 der Halbleitervor-
richtung A31, die Fig. 9 entspricht. In der Halbleiter-
vorrichtung A31 sind der unebene Teil 21, der an
dem Eckteil 39a bereitgestellt ist, und der unebene
Teil 21, der an dem Eckteil 39c bereitgestellt ist, mit-
einander verbunden. Ferner sind der unebene Teil
21, der an dem Eckteil 39b bereitgestellt ist, und der
unebene Teil 21, der an dem Eckteil 39d bereitge-
stellt ist, miteinander verbunden. Ferner sind der
unebene Teil 21, der an dem Eckteil 39e bereitge-
stelltist, und der unebene Teil 21, der an dem Eckteil
399 bereitgestellt ist, miteinander verbunden. Ferner
sind der unebene Teil 21, der an dem Eckteil 39f
bereitgestellt ist, und der unebene Teil 21, der an
dem Eckteil 39h bereitgestellt ist, miteinander ver-
bunden. Wie aus der ersten Variante hervorgeht,
missen die an den Eckteilen 39a bis 39h bereitge-
stellten unebenen Teile 21 nicht alle voneinander
beabstandet sein.
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Vierte Ausfuhrungsform:

[0078] Fig. 20 ist eine Veranschaulichung zur
Beschreibung einer Halbleitervorrichtung A40
gemal einer vierten Ausfihrungsform der vorliegen-
den Offenbarung. Fig. 20 ist eine Draufsicht, die die
Halbleitervorrichtung A40 veranschaulicht, die Fig. 2
entspricht. Zum besseren Verstandnis ist in Fig. 20
das Dichtungsharz 7 transparent und eine auflere
Form des Dichtungsharzes 7 ist durch eine imagi-
nare Linie (eine Zweipunkt-Strich-Linie) angedeutet.
Die Halbleitervorrichtung A40 der vorliegenden Aus-
fuhrungsform unterscheidet sich von der ersten Aus-
fihrungsform darin, dass das Isolierelement 13 auf
dem zweiten Die-Pad 4 montiert ist. Konfiguration
und Betrieb anderer Abschnitte der vorliegenden
Ausfihrungsform sind die gleichen wie diejenigen
der ersten Ausfiihrungsform. Dartiber hinaus kénnen
verschiedene Teile der oben beschriebenen ersten
bis dritten Ausfiihrungsform und jeder der Varianten
beliebig kombiniert werden.

[0079] In der vorliegenden Ausfihrungsform weist
das zweite Die-Pad 4 im Vergleich zur ersten Ausflih-
rungsform eine gréRere Abmessung in x-Richtung
auf. Andererseits weist das erste Die-Pad 3 im Ver-
gleich zur ersten Ausfiihrungsform eine geringere
Abmessung in x-Richtung auf. In der vorliegenden
Ausfihrungsform ist das Isolierelement 13 auf dem
zweiten Die-Pad 4 montiert. Ferner ist in der vorlie-
genden Ausfiihrungsform der unebene Teil 21 nicht
auf dem ersten Die-Pad 3 bereitgestellt, wahrend der
unebene Teil 21 auf dem zweiten Die-Pad 4 bereitge-
stellt ist, auf dem das Isolierelement 13 montiert ist.

[0080] GemaR der vorliegenden Ausflihrungsform
kann, da die Halbleitervorrichtung A40 den auf dem
zweiten Die-Pad 4 bereitgestellten unebenen Teil 21
einschliel’t, eine verbesserte Haftung des Dichtungs-
harzes 7 an dem zweiten Die-Pad 4 die Ablésung des
Dichtungsharzes 7 unterbinden. Dadurch kann die
Halbleitervorrichtung A40 einen durch die Ablésung
des Dichtungsharzes 7 verursachten dielektrischen
Durchschlag unterbinden. Dartber hinaus bietet die
Halbleitervorrichtung A40 aufgrund gemeinsamer
Konfigurationen mit der Halbleitervorrichtung A10
die gleichen Vorteile wie die Halbleitervorrichtung
A10.

Funfte Ausfihrungsform:

[0081] Fig. 21 ist eine Veranschaulichung zur
Beschreibung einer Halbleitervorrichtung A50
gemal einer funften Ausfihrungsform der vorliegen-
den Offenbarung. Fig. 21 ist eine Draufsicht, die die
Halbleitervorrichtung A50 veranschaulicht, die Fig. 2
entspricht. Zum besseren Verstandnis ist in Fig. 21
das Dichtungsharz 7 transparent und eine auflere
Form des Dichtungsharzes 7 ist durch eine imagi-
néare Linie (eine Zweipunkt-Strich-Linie) angedeutet.

Die Halbleitervorrichtung A50 der vorliegenden Aus-
fuhrungsform unterscheidet sich von der ersten Aus-
fuhrungsform darin, dass sie ferner ein drittes Die-
Pad 9 einschliel3t und das erste Halbleiterelement
11 auf dem dritten Die-Pad 9 montiert ist. Konfigura-
tion und Betrieb anderer Abschnitte der vorliegenden
Ausfuhrungsform sind die gleichen wie diejenigen
der ersten Ausflihrungsform. Dartber hinaus kénnen
verschiedene Teile der oben beschriebenen ersten
bis vierten Ausfiihrungsform und jeder der Varianten
beliebig kombiniert werden.

[0082] In der vorliegenden Ausfihrungsform ist das
erste Die-Pad 3 in der Mitte der Halbleitervorrichtung
A50 in x-Richtung angeordnet. Das erste Die-Pad 3
erstreckt sich in y-Richtung zu beiden Enden des
Dichtungsharzes 7, weist ein Ende an der y1-Seite
in y-Richtung auf, das von der seitlichen Harzober-
flache 75 freiliegt, und weist ein Ende an der y2-
Seite in y-Richtung auf, das von der seitlichen Harz-
oberflache 76 freiliegt. Ferner schlie3t das leitfahige
Bauteil 2 das dritte Die-Pad 9 ein. Das dritte Die-Pad
9 ist in Bezug auf das erste Die-Pad 3 auf der x1-
Seite in x-Richtung angeordnet und ist von dem ers-
ten Die-Pad 3 beabstandet. In der vorliegenden Aus-
fuhrungsform ist das erste Halbleiterelement 11 auf
dem dritten Die-Pad 9 montiert.

[0083] In der vorliegenden Ausfiihrungsform kann,
da der unebene Teil 21 auf dem ersten Die-Pad 3
bereitgestellt ist, eine verbesserte Haftung des Dich-
tungsharzes 7 an dem ersten Die-Pad 3 die Ablo-
sung des Dichtungsharzes 7 unterbinden. Dadurch
kann die Halbleitervorrichtung A50 einen durch die
Ablésung des Dichtungsharzes 7 verursachten
dielektrischen Durchschlag unterbinden. Dartber
hinaus bietet die Halbleitervorrichtung A50 aufgrund
gemeinsamer Konfigurationen mit der Halbleitervor-
richtung A10 die gleichen Vorteile wie die Halbleiter-
vorrichtung A10.

Sechste Ausfiihrungsform:

[0084] Fig. 22 ist eine Veranschaulichung zur
Beschreibung einer Halbleitervorrichtung A60
gemal einer sechsten Ausfiihrungsform der vorlie-
genden Offenbarung. Fig. 22 ist eine Draufsicht, die
die Halbleitervorrichtung A60 veranschaulicht, die
Fig. 2 entspricht. Zum besseren Verstandnis ist in
Fig. 22 das Dichtungsharz 7 transparent und eine
aulere Form des Dichtungsharzes 7 ist durch eine
imaginare Linie (eine Zweipunkt-Strich-Linie) ange-
deutet. Die Halbleitervorrichtung A60 der vorliegen-
den Ausfiihrungsform unterscheidet sich von der ers-
ten Ausfihrungsform darin, dass sie das erste
Halbleiterelement 11 und das zweite Halbleiterele-
ment 12 nicht einschlief3t. Konfiguration und Betrieb
anderer Abschnitte der vorliegenden Ausfiihrungs-
form sind die gleichen wie diejenigen der ersten Aus-
fihrungsform. Dariiber hinaus kdnnen verschiedene
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Teile der oben beschriebenen ersten bis finften Aus-
fuhrungsform und jeder der Varianten beliebig kom-
biniert werden.

[0085] In der vorliegenden Ausfihrungsform
schliet die Halbleitervorrichtung AB60 das erste
Halbleiterelement 11 und das zweite Halbleiterele-
ment 12 nicht ein. AuBerdem schlie3t die Halbleiter-
vorrichtung A60 das zweite Die-Pad 4 und die Drahte
61, 62 nicht ein. Nur das Isolierelement 13 ist auf
dem ersten Die-Pad 3 montiert, jeder Draht 63 ist
elektrisch an das Padteil 53 gebondet und jeder
Draht 64 ist elektrisch an das Padteil 55 gebondet.

[0086] In der vorliegenden Ausflihrungsform kann,
da der unebene Teil 21 auf dem ersten Die-Pad 3
bereitgestellt ist, eine verbesserte Haftung des Dich-
tungsharzes 7 an dem ersten Die-Pad 3 die Ablo-
sung des Dichtungsharzes 7 unterbinden. Dadurch
kann die Halbleitervorrichtung A60 einen durch die
Ablésung des Dichtungsharzes 7 verursachten
dielektrischen Durchschlag unterbinden. Dartber
hinaus bietet die Halbleitervorrichtung A60 aufgrund
gemeinsamer Konfigurationen mit der Halbleitervor-
richtung A10 die gleichen Vorteile wie die Halbleiter-
vorrichtung A10. Es ist zu beachten, dass die Halb-
leitervorrichtung A60 ferner das erste
Halbleiterelement 11 (ein Steuerelement), das zweite
Halbleiterelement 12 (ein Ansteuerelement) und
andere Elemente einschlieRen kann. Das Isolierele-
ment 13 kann Schaltungen beinhalten, die als
Steuerelement fungieren, oder kann Schaltungen
beinhalten, die als Ansteuerelement fungieren. Wie
aus der vorliegenden Ausfihrungsform hervorgeht,
besteht keine Beschrankung hinsichtlich der zu mon-
tierenden Elemente, ausgenommen das Isolierele-
ment.

[0087] Die vorliegende Offenbarung ist nicht auf die
vorstehenden Ausflihrungsformen beschrankt. Die
spezifische Konfiguration jedes Teils der Halbleiter-
vorrichtung gemafly der vorliegenden Offenbarung
kann hinsichtlich der Konstruktion auf vielfaltige
Weise variiert werden. Die vorliegende Offenbarung
schlielt die in den folgenden Klauseln beschriebe-
nen Ausfliihrungsformen ein.

Klausel 1.

[0088] Halbleitervorrichtung, aufweisend:
ein Isolierelement (13);

ein leitfahiges Bauteil (2), auf dem das Isolier-
element montiert ist; und

ein das Isolierelement bedeckendes Dichtungs-
harz (7),

wobei das leitfahige Bauteil einen unebenen Teil
(21) einschliel3t, der von dem Dichtungsharz
bedeckt ist.

Klausel 2.

[0089] Halbleitervorrichtung nach Klausel 1, wobei
das leitfahige Bauteil ein erstes Die-Pad (3) ein-
schlie3t, auf dem das Isolierelement montiert ist, und
der unebene Teil einen ersten Bereich einschlieft,
der auf dem ersten Die-Pad bereitgestellt ist.

Klausel 3.

[0090] Halbleitervorrichtung nach Klausel 2, wobei
das erste Die-Pad eine vorderseitige Oberflache
(31) einschlief’t, auf der das Isolierelement montiert
ist, und

der erste Bereich auf der vorderseitigen Oberflache
bereitgestellt ist.

Klausel 4.

[0091] Halbleitervorrichtung nach Klausel 3, wobei
der erste Bereich nur auf einem Teil der vorderseiti-
gen Oberflache bereitgestellt ist.

Klausel 5.

[0092] Halbleitervorrichtung nach Klausel 3 oder 4,
wobei das erste Die-Pad eine erste Seitenoberflache
(33) einschliel3t, die mit der vorderseitigen Oberfla-
che verbunden ist, und

der unebene Teil einen zweiten Bereich einschliel3t,
der auf der ersten Seitenoberflache bereitgestellt ist.

Klausel 6.

[0093] Halbleitervorrichtung nach Klausel 5, wobei
der zweite Bereich nur auf einem Teil der ersten Sei-
tenoberflache bereitgestellt ist.

Klausel 7.

[0094] Halbleitervorrichtung nach Klausel 5 oder 6,
wobei das erste Die-Pad eine zweite Seitenoberfla-
che (34) einschliel3t, die mit der vorderseitigen Ober-
flache und der ersten Seitenoberflache verbunden
ist, und

der unebene Teil einen dritten Bereich einschlielit,
der auf der zweiten Seitenoberflache bereitgestellt
ist.

Klausel 8.
[0095] Halbleitervorrichtung nach Klausel 7, wobei
der dritte Bereich nur auf einem Teil der zweiten Sei-
tenoberflache bereitgestellt ist.

Klausel 9.
[0096] Halbleitervorrichtung nach Klausel 7 oder 8,

wobei an einem ersten Eckteil (39a), an dem die vor-
derseitige Oberflache, die erste Seitenoberflache
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und die zweite Seitenoberflache miteinander verbun-
den sind, der erste Bereich auf der vorderseitigen
Oberflache bereitgestellt ist, der zweite Bereich auf
der ersten Seitenoberflache bereitgestellt ist und
der dritte Bereich auf der zweiten Seitenoberflache
bereitgestellt ist.

Klausel 10.

[0097] Halbleitervorrichtung nach einer der Klauseln
7 bis 9, wobei das erste Die-Pad eine dritte Seiten-
oberflache (35) einschliel3t, die mit der vorderseiti-
gen Oberflache und der zweiten Seitenoberflache
verbunden ist,

der unebene Teil Folgendes einschlief3t:

einen vierten Bereich, der auf der vorderseitigen
Oberflache so bereitgestellt ist, dass er von dem
ersten Bereich beabstandet ist;

einen flnften Bereich, der auf der zweiten Sei-
tenoberflache so bereitgestellt ist, dass er von
dem dritten Bereich beabstandet ist; und

einen sechsten Bereich, der auf der dritten Sei-
tenoberflache bereitgestellt ist, und

an einem zweiten Eckteil (39b), an dem die vor-
derseitige Oberflache, die zweite Seitenoberfla-
che und die dritte Seitenoberflache miteinander
verbunden sind, der vierte Bereich auf der vor-
derseitigen Oberflache bereitgestellt ist, der
funfte Bereich auf der zweiten Seitenoberflache
bereitgestellt ist und der sechste Bereich auf der
dritten Seitenoberflache bereitgestellt ist.

Klausel 11.

[0098] Halbleitervorrichtung nach einer der Klauseln
7 bis 10, wobei das erste Die-Pad eine rickseitige
Oberflache (32) einschlieft, die in Dickenrichtung
von der vorderseitigen Oberflache abgewandt ist,
der unebene Teil Folgendes einschliel3t:

einen siebten Bereich, der auf der ersten Seiten-
oberflache bereitgestellt ist und von dem zwei-
ten Bereich beabstandet ist;

einen achten Bereich, der auf der zweiten Sei-
tenoberflache bereitgestellt ist und von dem drit-
ten Bereich beabstandet ist; und

einen neunten Bereich, der auf der riickseitigen
Oberflache bereitgestellt ist, und

an einem dritten Eckteil (39c), an dem die erste Sei-
tenoberflache, die zweite Seitenoberflache und die
rickseitige Oberflache miteinander verbunden sind,
der siebte Bereich auf der ersten Seitenoberflache
bereitgestellt ist, der achte Bereich auf der zweiten
Seitenoberflache bereitgestellt ist und der neunte
Bereich auf der rickseitigen Oberflache bereitge-
stellt ist.

Klausel 12.

[0099] Halbleitervorrichtung nach einer der Klauseln
2 bis 11, wobei das leitfahige Bauteil ein zweites Die-
Pad (4) einschlie®t, das von dem ersten Die-Pad
beabstandet ist, und

der unebene Teil einen zehnten Bereich einschlief3t,
der auf dem zweiten Die-Pad bereitgestellt ist.

Klausel 13.

[0100] Halbleitervorrichtung nach Klausel 12, ferner
aufweisend:

ein Steuerelement (11), das elektrisch mit dem
Isolierelement verbunden ist; und

ein Ansteuerelement (12), das elektrisch mit
dem lIsolierelement verbunden ist,

wobei das Steuerelement auf dem ersten Die-
Pad montiert ist und

das Ansteuerelement auf dem zweiten Die-Pad
montiert ist. Klausel 14.

Halbleitervorrichtung nach einer der Klauseln 1
bis 13, wobei feine Vertiefungen in dem unebe-
nen Teil unregelmafig ausgerichtet sind.

Klausel 15.

[0101] Halbleitervorrichtung nach einer der Klauseln
1 bis 13, wobei feine Vertiefungen in dem unebenen
Teil regelmalig ausgerichtet sind.

BEZUGSZEICHEN

[0102] A10-A14, A20, A30, A31: Halbleitervorrich-
tung A40, A50, A60: Halbleitervorrichtung

11: Erstes Halbleiterelement 11A: Elektrode

12: Zweites Halbleiterelement 12A: Elektrode

13: Isolierelement 13A: Erste Elektrode

13B: Zweite Elekirode 131: Erste Relaiselekirode
132: Zweite Relaiselektrode 19: Leitfahiges Bonding-
material 2: Leitfahiges Bauteil 21: Unebener Teil

22: Bereich 3: Erstes Die-Pad

31: Vorderseitige Oberflache 32: Riickseitige Ober-
flache 33-36: Seitenoberflache 39a-39h: Eckteil

4: Zweites Die-Pad 41: Vorderseitige Oberflache

42: Ruckseitige Oberflache 43-46: Seitenoberflache
9: Drittes Die-Pad 51, 51a, 51b: Erster Terminal

53: Padteil 54: Verbindungsteil

52, 52a, 52b: Zweiter Terminal 555: Padteil

56: Verbindungsteil 61, 62, 63, 64: Draht

7: Dichtungsharz 71: Obere Harzoberflache

72: Untere Harzoberflache 73-76: Seitliche Harz-
oberflache 731: Erster Harzbereich 732: Zweiter
Harzbereich 733: Dritter Harzbereich 741: Vierter
Harzbereich 742: Flinfter Harzbereich 743: Sechster
Harzbereich 751: Siebter Harzbereich 752: Achter
Harzbereich 753: Neunter Harzbereich 761: Zehnter
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Harzbereich 762: Elfter Harzbereich 763: Zwolfter
Harzbereich 81: Anschlussrahmen 81A: Vordersei-
tige Oberflache 812A: Erstes Die-Pad 812B: Zweites
Die-Pad 813: Erster Anschluss 814: Zweiter
Anschluss 815: Verbindungsteil 816: Dammsteg

Patentanspriiche

1. Halbleitervorrichtung, aufweisend:
ein Isolierelement;
ein leitfahiges Bauteil, auf dem das Isolierelement
montiert ist; und
ein Dichtungsharz, das das Isolierelement bedeckt,
wobei das leitfahige Bauteil einen unebenen Teil
einschlief3t, der von dem Dichtungsharz bedeckt ist.

2. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 1, wobei
das leitfahige Bauteil ein erstes Die-Pad einschlieft,
auf dem das Isolierelement montiert ist, und der
unebene Teil einen ersten Bereich einschliel3t, der
auf dem ersten Die-Pad bereitgestellt ist.

3. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 2, wobei
das erste Die-Pad eine vorderseitige Oberflache
einschlie®t, auf der das Isolierelement montiert ist,
und der erste Bereich auf der vorderseitigen Ober-
flache bereitgestellt ist.

4. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 3, wobei
der erste Bereich nur auf einem Teil der vorderseiti-
gen Oberflache bereitgestellt ist.

5. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 3 oder 4,
wobei das erste Die-Pad eine erste Seitenoberfla-
che einschlielt, die mit der vorderseitigen Oberfla-
che verbunden ist, und der unebene Teil einen zwei-
ten Bereich einschliet, der auf der ersten
Seitenoberflache bereitgestellt ist.

6. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 5, wobei
der zweite Bereich nur auf einem Teil der ersten Sei-
tenoberflache bereitgestellt ist.

7. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 5 oder 6,
wobei das erste Die-Pad eine zweite Seitenoberfla-
che einschlielt, die mit der vorderseitigen Oberfla-
che und der ersten Seitenoberflache verbunden ist,
und der unebene Teil einen dritten Bereich ein-
schlielt, der auf der zweiten Seitenoberflache
bereitgestellt ist.

8. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 7, wobei
der dritte Bereich nur auf einem Teil der zweiten Sei-
tenoberflache bereitgestellt ist.

9. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 7 oder 8,
wobei an einem ersten Eckteil, an dem die vorder-
seitige Oberflache, die erste Seitenoberflache und
die zweite Seitenoberflache miteinander verbunden
sind, der erste Bereich auf der vorderseitigen Ober-

flache bereitgestellt ist, der zweite Bereich auf der
ersten Seitenoberflache bereitgestellt ist und der
dritte Bereich auf der zweiten Seitenoberflache
bereitgestellt ist.

10. Halbleitervorrichtung nach einem der
Anspriche 7 bis 9, wobei das erste Die-Pad eine
dritte Seitenoberflache einschliel®t, die mit der vor-
derseitigen Oberflache und der zweiten Seitenober-
flache verbunden ist,
der unebene Teil Folgendes einschlielt:
einen vierten Bereich, der auf der vorderseitigen
Oberflache so bereitgestellt ist, dass er von dem
ersten Bereich beabstandet ist;
einen fiinften Bereich, der auf der zweiten Seiten-
oberflache so bereitgestellt ist, dass er von dem drit-
ten Bereich beabstandet ist; und
einen sechsten Bereich, der auf der dritten Seiten-
oberflache bereitgestellt ist, und
an einem zweiten Eckteil, an dem die vorderseitige
Oberflache, die zweite Seitenoberflache und die
dritte Seitenoberflache miteinander verbunden
sind, der vierte Bereich auf der vorderseitigen Ober-
flache bereitgestellt ist, der flinfte Bereich auf der
zweiten Seitenoberflache bereitgestellt ist und der
sechste Bereich auf der dritten Seitenoberflache
bereitgestellt ist.

11. Halbleitervorrichtung nach einem der
Anspriche 7 bis 10, wobei das erste Die-Pad eine
riickseitige Oberflache einschlief3t, die in Dickenrich-
tung von der vorderseitigen Oberflache abgewandt
ist,
der unebene Teil Folgendes einschliel3t:
einen siebten Bereich, der auf der ersten Seiten-
oberflache bereitgestellt ist und von dem zweiten
Bereich beabstandet ist;
einen achten Bereich, der auf der zweiten Seiten-
oberflache bereitgestellt ist und von dem dritten
Bereich beabstandet ist; und
einen neunten Bereich, der auf der rickseitigen
Oberflache bereitgestellt ist, und
an einem dritten Eckteil, an dem die erste Seiten-
oberflache, die zweite Seitenoberflache und die
rickseitige Oberflache miteinander verbunden sind,
der siebte Bereich auf der ersten Seitenoberflache
bereitgestellt ist, der achte Bereich auf der zweiten
Seitenoberflache bereitgestellt ist und der neunte
Bereich auf der rickseitigen Oberflache bereitge-
stellt ist.

12. Halbleitervorrichtung nach einem der
Anspriiche 2 bis 11, wobei das leitfahige Bauteil
ein zweites Die-Pad einschlief3t, das von dem ersten
Die-Pad beabstandet ist, und der unebene Teil
einen zehnten Bereich einschliel3t, der auf dem
zweiten Die-Pad bereitgestellt ist.

13. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 12, fer-
ner aufweisend:
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ein Steuerelement, das elektrisch mit dem Isolierele-
ment verbunden ist; und

ein Ansteuerelement, das elektrisch mit dem Isolier-
element verbunden ist,

wobei das Steuerelement auf dem ersten Die-Pad
montiert ist und

das Ansteuerelement auf dem zweiten Die-Pad
montiert ist.

14. Halbleitervorrichtung nach einem der
Anspriiche 1 bis 13, wobei feine Vertiefungen in
dem unebenen Teil unregelmalig ausgerichtet sind.

15. Halbleitervorrichtung nach einem der
Anspriiche 1 bis 13, wobei feine Vertiefungen in
dem unebenen Teil regelmaRig ausgerichtet sind.

Es folgen 21 Seiten Zeichnungen
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